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發明專利說明書 PD1084333

（本說明書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫）

※申請案號：^0/3
※申請曰期：H q 7儿 分類：石邱Χ^·（2θ0ϋ'01）

' 人奶《20。6.01>

一、發明名稱：（中文/英文）

液晶顯示裝置

d (2006.01)

讯 (2006.01)

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE
(2006.01)

二、申請人：（共1人）

姓名或名稱：（中文/英文）

富士軟片股份有限公司（富士 7 4儿厶株式会社） 

FUJIFILM CORPORATION

代表人：（中文/英文）'

古森重隆/KOMORI，SHIGETAKA

住居所或營業所地址：（中文/英文）

日本國東京都港區西麻布2 丁目26番30號 

26-30, Nishiazabu 2-chorae, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：（中文/英文）

日本/Japan

三、發明人：（共3人）

姓名：（中文/英文）

1 .大橋祐介/OHASHI，YUSUKE

2. 矢內雄二郎（矢内雄二郎）/YANAI，YUJIRO

3. 中山元/NAKAYAMA，HAJI ME

國籍：（中文/英文） 

1 .〜3 .曰本 / J apan
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四、聲明事項：

□主張專利法第二十二條第二項□第一款或□第二款規定之事實，其

事實發生曰期為：年 月曰。

[ν]申請前已向下列國家（地區）申請專利：

【格式請依：受理國家（地區）、申請日、申請案號順序註記】

0有主張專利法第二十七條第一項國際優先權：

1. 日本 2007/9/28 特願 2007-256819

2. 日本 2007/9/28 特願 2007-256885

3. 日本 2008/9/24 特願 2008-245034

□無主張專利法第二十七條第一項國際優先權：

□主張專利法第二十九條第一項國內優先權：

【格式請依··申請曰、申請案號順序註記】

□主張專利法第三十條生物材料：

□須寄存生物材料者：

國內生物材料【格式請依：寄存機構、日期、號碼順序註記】

國外生物材料【格式請依：寄存國家、機構、日期、號碼順序註記】

□不須寄存生物材料者：

所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。
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九、發明說明：

【發明所屬之技術領域】

本發明關於液晶顯示裝置。

【先前技術】

液晶顯示裝置由於低電壓·低消耗電力，可小型化· 

薄膜化等的各式各樣優點，廣泛利用於個人電腦或攜帶式 

機器的監視器、電視用途。如此的液晶顯示裝置，取決於 

液晶胞內的液晶分子之排列狀態，有提案各式各樣的模式

ο

以往，在各種液晶顯示裝置中，以光學補償爲目的， 

使用相位差板。作爲如此的相位差板，可舉出光學二軸相 

位差板，此等主要係可藉由輥間拉引延伸法、輥間壓縮拉

伸法、拉幅機橫一軸拉伸法等的各種聚合物薄膜拉伸法等 

或（例如參照專利文獻υ、二軸拉伸使具有異方向性的方 

法等來製作（例如參照專利文獻2）。此外，亦有倂用具有 

正的光學異方向性之一軸拉伸聚合物薄膜、與面內的相位

差値小的具有負的光學異方向性之二軸拉伸聚合物薄膜的 

相位差板（參照專利文獻3），或不是如前述的拉伸方法， 

例如依照聚醯亞胺的性質，在基板上將可溶性聚醯亞胺薄 

膜化，而賦予負的一軸性之相位差板（例如參照專利文獻 

4） °

藉由如前述的薄膜拉伸技術等，對所形成的拉伸薄膜 

’例如可賦予nx〉ny〉nz的光學特性。此處，nx、ny、nz 

各自表示前述薄膜的X軸、Y軸及Z軸的折射率，X軸係
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表示薄膜面內的最大折射率之軸方向，γ軸係相對於前述 

面內的前述X軸呈垂直的軸方向，ζ軸表示與前述X軸及 

Υ軸垂直的厚度方向。具有如此光學特性的雙折射性薄膜 

，例如若配置在液晶顯示裝置的液晶胞與偏光鏡之間，則 

可將前述液晶顯示裝置的顯示特性廣視野角化，故適用作 

爲前述液晶胞的視角補償薄膜。

又，對於各種液晶顯示裝置的顯示模式，用於改善視 

野角特性等的相位差板、光學補償薄膜之特性係各式各樣

，對於彼等所對應的相位差板、光學補償薄膜之支持體的

要求性能亦各式各樣。結果，對於提高相位差板或光學補

償薄膜的支持體之光學異方向性、或提高光學的等方向性

等之要求係多樣化，而且從顯示光學特性，例如正面對比

的提高之觀點來看，對相位差板或光學補償薄膜的霧度等

之光學性能的要求亦變嚴格。

另外，於偏光板保護膜及許多的相位差板或光學補償 

薄膜，以往至今使用光學等方向性高、透濕性豐富、與作 

偏光鏡所用的PVA之接著性高的乙酸纖維素薄膜。

然而，最近於液晶顯示裝置中，由於長時間的使用時 

等，內部的電路或背光的放熱而使面板溫度上升，而且於 

高溫高濕度或低濕的過苛環境下使用時，上述偏光板的保 

護膜之三乙醯纖維素薄膜由於溫度、濕度或時間經時，Re 
、Rth等的光學特性、含水率或尺寸等的物理特性發生變 

化，其光學補償能力發生變化，黑顯示時漏光、色調變化

、或影像發生不均係被視爲問題。
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另一方面，專利文獻5中揭示將含有含內酯環的聚合 

物當作主成分、或是含有含內酯環的聚合物與其它熱塑性 

樹脂的熱塑性樹脂材料，各在特定條件下進行薄膜化或薄 

片，除了透明性或耐熱性，還具有適合於光學用保護膜、 

光學薄膜、光學薄片的光學特性或機械的特性之光學用面 

狀熱塑性樹脂組成物。

又，作爲液晶顯示裝置的模式，以往之主流爲TN模式 

，其係在由液晶胞的下側基板朝向上側基板呈約90°扭曲

的排列狀態。

一般地，液晶顯示裝置係由液晶胞、光學補償片、偏

光鏡所構成。光學補償片係用於消除影像著色、擴大視野

角，其使用在經拉伸的雙折射薄膜或透明薄膜上塗布有液

晶的薄膜。例如，專利文獻6中揭示將碟狀液晶塗布於三

乙醯纖維素薄膜上，使配向而固定化的光學補償片，採用

於TN模式的液晶胞，以擴大視野角的技術。然而，大畫

面之想要從各種角度觀看的電視用途之液晶顯示裝置，對

於視野角依賴性的要求係嚴格，即使利用如前述的手法也 

無法滿足要求。因此，硏究IPS（面內切換）模式、OCB（光 

學補償彎曲）模式、VA（垂直配向）模式等之與TN模式不同 

的液晶顯示裝置。特別地，VA模式由於對比高、製造的

良率比較高，故作爲電視用的液晶顯示裝置（LCD）係受到 

注目（專利文獻6）。

作爲擴大如此的液晶顯示裝置之視野角度，即使從傾

斜方向看時也能維持高對比，不易發生階調反轉的液晶顯
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示裝置，亦已知使用視野角補償用的相位差薄膜之液晶顯

示裝置。作爲視野角補償用的相位差薄膜，例如已知面內

的遲滯値（Re）大約0的在薄膜面的垂直方向具有光學軸的

負的一軸性相位差薄膜，Re爲100nm以下的薄膜之厚度

方向的遲滯値（Rth）爲100nm以上的二軸性相位差薄膜等。

此等相位差薄膜的材質，例如已知有聚碳酸酯系高分子、

聚芳酯系高分子、聚酯系高分子等的芳香族系高分子、或 

丙烯酸系高分子、環狀聚烯烴系高分子等（專利文獻7）。

專利文獻8中掲示藉由使用具有特定的光彈性係數及 

Re、Rth展現性的高分子，而具有視野角補償磯能且減低

高溫暴露時的對比不均之技術。

專利文獻9中揭示藉由具有特定的化學構造，以比較

薄的膜，在可見光範圍（波長400 - 700nm的範圍），顯示 

1 /4波長板或1 /2波長板的波長分散特性之相位差板。

專利文獻10中揭示以含內酯環的聚合物當作主成分的 

保護膜，藉由使用它，而獲得偏光鏡與保護膜的接著強度 

高，具有優異耐濕熱性的偏光板。然而，完全沒有揭示液 

晶顯示裝置中保護膜的配置位置與液晶顯示裝置的顯示性 

能之關係。

專 利 文 獻 1 : 特 開 平 3- 3 3 7 1 9號公報

專 利 文 獻 2 : 特 開 平 3-•24502號公報

專 利 文 獻 3 : 特 開 平 4-■194820號公報

專 利 文 獻 4 : 特 表 平 8-■511812號公報

專 利 文 獻 5 : 國 際 公 開 W02006/025445 A 1 號公報
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專利文獻6 :

專利文獻7 = 

專利文獻8 :

專利文獻9 :

專利文獻1 0

日本發明專利第2 5 8 7 3 9 8號公報 

特開平1 1 -9520 8號公報

特開200 1 -27707號公報

特開2006-171464號公報

特開2007-127892號公報

【發明內容】

發明所欲解決的問題

因此，本發明之第1目的爲提供光學性能的環境依賴

性，尤其濕度依賴性小，而且正面對比優異，以及耐久性

優異的液晶顯示裝置。

又，於專利文獻。7中，因爲使用由芳香族系高分子所

成的相位差薄膜，於暴露在高溫時，有容易發生液晶顯示 

裝置的對比不均之問題。又，由丙烯酸系高分子或環狀聚 

烯烴系高分子所成的薄膜，因爲液晶顯示裝置要求高的Re 
、Rth，必須疊合使用2片或3片以上，於近年的價格競爭 

激烈之液晶顯示裝置業界中，與高成本、生產性降低有關 

而不宜，迫切希望以1片且減低高溫暴露時的對比不均之

技術。

另外，於專利文獻8中，可明瞭所改良的高溫暴露時 

之對比不均的抑制係不充分，無法確保近年要求的液晶顯 

示裝置之顯示性能品質。再者，於以依順序積層有保護膜 

、偏光鏡、相位差薄膜的偏光板形態之高溫暴露試驗中， 

可明瞭發生偏光板的捲曲，對比不均更惡化。該對比不均 

係爲即使在將光學用薄膜及其偏光板裝載於液晶顯示裝置
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時，也能目視看到不均者，因此迫切希望開發出能減低高

溫暴露時的對比不均之光學用薄膜。

本發明之第 2目的爲提供面內及膜厚方向遲滯値的表

現性優異、偏光板加工適性優異、環境變化時耐久性優異

、可廉價且生產性佳地製造之液晶顯示裝置 。

即，本發明之前述第1目的與前述第2目的之共通目

的爲提供顯示性能與耐濕熱性兩者優異的液晶顯示裝置。

解決問題的手段

發明人們爲了解決上述問題，重複專心致力的檢討，

結果發現以下所示的光學補償片、偏光板及液晶顯示裝置

，終於完成本發明。

即，本發明之上述第1目的係藉由以下手段來達成。

[1] 一種V A（垂直配向）型液晶顯示裝置，係至少具有： 

光源；液晶胞，其具一對基板及被該基板所扶持的液晶層

;及薄膜，其包含熱塑性樹脂組成物，該熱塑性樹脂組成

物含有含內酯環的聚合物；其中該薄膜係配置在該液晶胞

之靠近該光源側。

[2] —種VA（垂直配向）型液晶顯示裝置，其特徵爲至少 

具有包含熱塑性樹脂的薄膜，該熱塑性樹脂組成物含有含 

內酯環的聚合物，該薄膜的面內遲滯値（Re）及厚度方向遲 

滯値（Rth）各自爲10nm以下，該薄膜上具有光學異方向性

層。

[3] 如前述[2]記載的VA（垂直配向）型液晶顯示裝置，其 

中前述光學異方向性層係藉由在前述薄膜上塗布液狀化的
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聚合物而形成。

［4］ 如前述［2］記載的VA(垂直配向)型液晶顯示裝置，其

中前述光學異方向性層包含聚醯亞胺。

本發明係藉由以下手段來達成上述第2目的。

［5］ —種VA(垂直配向)型液晶顯示裝置，其具有液晶胞

、配置在該液晶胞的外側之2片偏光板、及配置在該液晶

胞與該偏光板之間的任一側之光學異方向性層，其中該光 

學異方向性層含有含內酯環的聚合物，該光學異方向性層 

的面內遲滯値Re與厚度方向的遲滯値Rth係滿足下述式

(A)、(B):

(A) 40nm Re(550)^ 2 7 5 n m

(B) 0nm Rth(5 5 0) 275nm

［式中，Re(5 5 0)、Rth(5 5 0)表示波長 5 5 Ο (nm )的面內及厚度 

方向的遲滯値(n m )］。

［6］ —種VA(垂直配向)型液晶顯示裝置，其具有液晶胞 

、配置在該液晶胞的外側之2片偏光板、配置在該液晶胞 

與該偏光板之間的兩側之光學異方向性層，其中該光學異 

方向性層含有含內酯環的聚合物，該光學異方向性層的面 

內遲滯値Re與厚度方向的遲滯値Rth係滿足下述式(C)、 

(D):

(C) 3 Onm Re(5 5 0) 80nm

(D) 7 5 nm Rth( 5 5 0)^ 155nm 0
［7 ］如［5 ］或［6 ］記載的 V A (垂直配向)型液晶顯示裝置， 

其中前述含有含內酯環的聚合物之光學異方向性層，係含
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有至少ί種遲滯展現劑。

［8］如［7］記載的VA（垂直配向）型液晶顯示裝置， 

述遲滯展現劑係下述通式（I）所示的化合物；

式⑴

其中前

zR3

（式中，X1係單鍵、-NR4-、-0-或S- ; X2係單鍵 

、-O-或 S-;X3 係單鍵、-NR6-、-0-或 S-。而且， 

及R3各自獨立地係烷基、烯基、芳香族環基、或雜環 

、R5及R6各自獨立地表示氫原子、烷基、烯基、 

雜環基）。

［9］如［7］記載的VA（垂直配向）型液晶顯示裝置， 

述遲滯展現劑係下述通式（II）所示的化合物；

式（II）

、-NR5- 

Ri、R2

基，R4 
芳基或

其中前

（式中，L1及L2各自獨立地表示單鍵或二價連結基 

A2各自獨立地表示從-0-、-NR-（R表示氫原子或: 

、-S-及- CO-所組成族群所選出的基。R1、R2及R3 

立地表示取代基。X表示第6族、第5族或第4族

。Α ί及

3代基）

各自獨

K子。η
-12-



200923504

表示0至2的整數）。

［10］ 如［7］記載的 VA（垂直配向）型液晶顯示裝置，其中 

前述遲滯展現劑係下述通式（III）所示的化合物；

式（III） Ar1 - L2 - X - L3 - Ar2

（式中，Ar1及Ar2各自獨立地係芳香族基，L2及L3各自獨 

立地係從-0-C0-或C0-0-基中所選出的二價連結基，X係 

1,4-伸環己基、伸乙烯基或伸乙炔基）。

［11］ 如［5］〜［10］記載的 VA（垂直配向）型液晶顯示裝置

，其中前述含有內酯環聚合物的光學異方向性層係在至少 

1方向被拉伸者。

［1 2］如［1 1 ］記載的液晶顯示裝置，其中前述拉伸時的拉 

伸倍率爲1 . 3〜5倍。

發明的效果

依照本發明，可提供顯示性能與耐濕熱性兩者優異的

液晶顯示裝置。

依照本發明的一實施形態，提供光學性能的環境依賴 

性，尤其濕度依賴性小，而且正面對比優異，以及耐久性 

優異的液晶顯示裝置。又，依照本發明的另一實施形態，

可提供在廣範圍的視野角中可顯示高對比的影像，且減輕 

色移（從傾斜方向觀看時的色調變化）的 V A模式液晶顯示 

裝置。而且，依照此實施形態，本發明的液晶顯示裝置係 

可藉由簡便的方法來製造。

【實施方式】

實施發明的最佳形態
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以下詳細說明本發明的內容。再者，本案說明書中的

「〜」係以包含其前後記載的數値當作下限値及上限値的

意思來使用。於本說明書中，浣基等的「基」只要沒有特

別記載，則可具有取代基，也可不具有取代基。再者，於

碳原子數被限定的基時，該碳原子數意味包含取代基所具

有的碳原子數之數。又，實質上正交或平行係意味嚴密角 

度±10°的範圍。

另外，於本說明書中，Re(x)、Rth(X)係各自表示波長λ 

時面內的遲滯値及厚度方向的遲滯値。Re (λ)係於KOBRA 
21ADH或WR(王子計測機器(股)製)中將波長Xnm的光入

射到薄膜法線方向而測定者。

所測定的薄膜，於以1軸或2軸的折射率橢圓體表示

時，係藉由以下方法來算出Rth(X)。

Rth(X)係將前述Re(X) ＞以面內的遲相軸(藉由 KOBRA 

21 ADH或WR來判斷)當作傾斜軸(回轉軸)(無遲相軸時， 

以薄膜面內的任意方向當作回轉軸)，從相對於薄膜法線方 

向的法線方向起到一側5 0度爲止，以1 0個等級從各個傾 

斜的方向將波長ληπι的光作入射而全部作6點測定’以所 

測定的遲滯値與平均折射率的假定値及所輸入的膜厚値爲 

基礎，藉由KOBRA21ADH或WR來算出。

上述中，於以自法線方向的面內遲相軸當作回轉軸，

在某一傾斜角度具有遲滯値成爲零的方向之薄膜的情況’

將比該傾斜角度還大的傾斜角度之遲滯値的符號轉變爲負

後，藉由KOBRA 21ADH或WR來算出。
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再者，以遲相軸作爲傾斜軸（回轉軸）（無遲相軸時，以

薄膜面內的任意方向當作回轉軸），自任意傾斜的2個方向

來測定遲滯値，以其値與平均折射率的假定値及所輸入的

膜厚値爲基礎，藉由下式（10）及式（11）亦可算出Rth。

Re功，
ny X nz

&nysh(sia 4(5(4)) ))a + )}1 c。:恤

R t h = {( n x + n y ) /2 — nz} x d
----- 式（1 0）
----- 式（11）

式中，上述的Re （Θ）表示自法線方向以角度Θ傾斜的方向 

中之遲滯値。

又，式（A）中的nx表示面內的遲相軸方向之折射率 ， 

ny表示面內中與nx正交的方向之折射率，nz表示與nx及 

ny正交的方向之折射率。

於所測定的薄膜無法以1軸或2軸的折射率橢圓體來 

表現者，即所謂沒有光學軸（optic axis）的薄膜之情況，係 

藉由以下方法來算出Rth（X） °
Rth（k）係將上述Re（A）、以面內的遲相軸（藉由 KOBRA 

21 ADH或WR來判斷）當作傾斜軸（回轉軸），從相對於薄膜 

法線方向自- 50°到+ 50°爲止的10個等級，從各個傾斜的方 

向將波長ληηι的光作入射而作1 1點測定，以所測定的遲 

滯値及平均折射率的假定値和所輸入的膜厚値爲基礎，藉 

由KOBRA 21ADH或WR來算出。

又，於上述測定中，平均折射率的假定値係可使用聚 

合物手冊（JOHN WILEY&SONS公司）、各種光學薄膜的型
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錄値。於平均折射率的値不是己知的情況下，可使用阿貝 

折射計來測定。以下例示主要的光學薄膜之平均折射率値 

:醯化纖維素（1.48）、環烯烴聚合物（1.52）、聚碳酸酯 

（1.59）、聚甲基丙烯酸甲酯（1.49）、聚苯乙烯（1.59）。藉由 

將這些平均折射率的假定値及膜厚輸入，KOBRA 21ADH 
或WR算出nx、ny、nz。由所算出的nx、ny、nz再算出 

Nz = （nx-nz）/（nx-ny） ο
又，於本說明書中，沒有特別附註測定波長時，係指 

波長550nm時的Re及Rth。

＜實施形態1-1及1-2〉

本發明的實施形態1-1之V A（垂直配向,）型液晶顯示裝 

置之特徵爲至少具有：光源；液晶胞，其具一對基板及被 

該基板所扶持的液晶層；及薄膜，其包含熱塑性樹脂組成 

物，該熱塑性樹脂組成物含有含內酯環的聚合物；其中該 

薄膜係配置在該液晶胞之靠近該光源側。此處，包含一含 

有含內酯環的聚合物的熱塑性樹脂組成物之薄膜，係可照 

原樣地參照後述光學補償片中的“含有含內酯環的聚合物之 

熱塑性樹脂薄膜”的說明。

此處，「薄膜係配置在液晶胞之靠近光源側」，係意 

味於液晶胞的光源側設置1層以上的薄膜時，包含一含有 

含內酯環的聚合物之熱塑性樹脂組成物的薄膜係設置在最 

表層（即最接近光源側），該薄膜較佳爲設置當作偏光板的 

保護膜。

依照本發明的實施形態1-1之VA（垂直配向）型液晶顯
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示裝置，光學性能的環境依賴性，尤其濕度依賴性小，而

且霧度小，正面對比優異，以及耐久性或環境依賴性優異

ο

本發明的實施形態1-2之VA（垂直配向）型液晶顯示裝 

置之特徵爲至少具有薄膜，該薄膜包含一含有含內酯環的 

聚合物之熱塑性樹脂組成物，該薄膜的面內遲滯値（Re）及 

厚度方向遲滯値（Rth）各爲lOnm以下，該薄膜上具有光學 

異方向性層。

依照本發明的實施形態1-2之VA（垂直配向）型液晶顯

示裝置，面內及膜厚方向遲滯値的表現性優異，偏光板加 

工適合性優異，環境變化時的耐久性優異，而且可廉價且

生產性佳地製造液晶顯示裝置。

第1圖中顯示本發明的實施形態1-1及1-2所可使用的

光學補償片之一例的示意截面圖。

第1圖所示的光學補償片10係含有特定聚合物的熱塑

性樹脂薄膜12與光學異方向性層14的積層體。光學異方

向性層1 4係由塗布所形成的聚合物層所構成。光學補償 

片10係可按照光學補償對象的液晶胞之模式等來調整其 

光學特性。熱塑性樹脂薄膜12可爲有助於光學補償的光 

學異方向性之薄膜，也可爲光學等方向性的薄膜，若熱塑 

性樹脂薄膜1 2爲等方向性，則光學補償片1 0的光學特性 

之最佳化的調整係容易。例如，於熱塑性樹脂薄膜1 2上

，藉由塗布來形成聚合物層後，施予拉伸處理，調整光學 

特性時，亦可不考慮熱塑性樹脂薄膜12的貢獻部分，僅
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考慮將聚合物層拉伸所得之光學異方向性層14的光學特 

性之貢獻部分，決定拉伸條件。當然，熱塑性樹脂薄膜1 2 

亦可爲光學異方向性。若熱塑性樹脂薄膜12爲光學異方 

向性，從可減輕光學異方向性層1 4的光學特性對光學補 

償能力的貢獻部分，更減薄聚合物層的厚度等之點來看係 

較宜。

第2圖顯示本發明的偏光板之一例的示意截面圖。

第2圖所示的偏光板20具有光學補償片10、偏光膜

16及保護膜18。光學補償片10的熱塑性樹脂薄膜12亦

具有作爲偏光膜16的保護膜之機能。保護膜18係由醯化

纖維素薄膜、環烯烴系聚合物薄膜等的聚合物薄膜所構成 

，亦可與熱塑性樹脂薄膜1 2相同。

再者，於將偏光板20配置在液晶顯示裝置內時，光學

補償片1 0較佳爲配置在液晶胞側，即在內側。

本實施形態的光學補償片10，因爲係由聚合物層所成

光學異方向性層14與含有含內酯環的聚合物之熱塑性樹 

脂薄膜12所積層而構成，故光學性能的環境依賴性，尤 

其環境濕度依賴性小，面內遲滯値（Re）或厚度方向的遲滯 

値（Rth）隨著環境的變動少。結果，具有其當作保護膜的偏 

光板20之性能亦不易依賴於環境而變動，具備其的液晶

顯示裝置之對比等的顯示特性之環境依賴性亦小，耐久性

優異。另一方面，若僅對熱塑性樹脂薄膜12拉伸處理等

，使在光學補償能力具有充分的光學特性，則霧度値上升

，會損害作爲光學補償片的特性。於本實施形態中，藉由
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熱塑性薄膜12與聚合物層14的積層體，不會使霧度上升

，可減輕其光學性能的環境依賴性。

本實施形態中的光學補償片係由含有指定聚合物的熱

塑性樹脂薄膜與藉由塗布所形成的聚合物層之積層體所構

成，藉由該構成，顯示霧度小，而且光學特性的環境濕度

依賴性小的特性。具體地，可舉出上述實施形態1-2的液

晶顯示裝置。

本實施形態的光學補償片之上述熱塑性樹脂薄膜，在 

2 5 °C 10%RH環境下所測定的面內遲滯（Re）値與厚度方向的 

遲滯（Rth）値，及在25°C 80%RH環境下所測定的Re値與 

Rth値之差異，較佳爲皆10nm以下，更佳爲皆0〜5nm。

又，本實施形態的光學補償片在2 5 °C 80%RH環境下的

平衡含水率較佳爲1 . 5 %以下。

本實施形態的光學補償片之霧度値較佳爲1.5 %以下，

更佳爲0〜1 . 0 %。

以下詳細說明本實施形態的光學補償片之製作時所用

的各種材料及製造方法。

本實施形態的光學補償片係由藉由塗布所形成的聚合 

物層所構成的光學性異方向性層、與含有含內酯環的聚合 

物之熱塑性樹脂薄膜所積層而成的光學補償片。

［光學異方向性層］

於本發明中，光學異方向性層較佳爲藉由在含有含內

酯環的聚合物之熱塑性樹脂薄膜上塗布液狀化的聚合物而

形成。即，光學異方向性層較佳係由塗布所形成的聚合物
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層所構成。更具體地，聚合物層係藉 

包含溶解在溶劑中而溶液化者），將其 

體化而形成塗膜（以下稱爲「塗布方5 
所形成的聚合物層。藉由塗布方式來 

向性層的厚度爲0.1〜20 μιη左右，也 

光學異方向性層。於將一片聚合物薄 

性的拉伸薄膜方式中，從薄膜強度： 

20μπι以下係困難，特別地，藉由其

位差特性係困難。於本發明中，因爲 

聚合物層，故薄型化係可能。從薄型 

性的賦予性之點來看，聚合物層的厚 

，更佳爲12μιη以下，特佳爲ΙΟμιη以

聚合物層之形成時所用的聚合物 

制，可藉由塗布方式來形成膜，只要

過拉伸處理可在光學補償展現充分的

用任何材料。較佳爲選擇以塗布方式 

' 200nm且Rth（6 3 0）在0〜400的範圍之

料。其中，較佳爲選擇能形成光透過

8 5 %以上的透光性優異之聚合物層的

材料。從膜形成性等之點來看，較佳 

聚芳醚酮）、聚醯胺、聚酯、聚醯亞肢

酯醯亞胺所選出的1種、或2種以J
光學異方向性層較佳爲含有聚醯亞肢

性的安定性優異者。

由將聚合物液狀化（亦 

展開，使該展開層固 

无」）。SP，藉由塗布 

形成，即使光學異方 

，成爲充分光學特性的 

膜拉伸使展現光學特 

之點看，使厚度成爲

厚度來給予目的之相

藉由上述方法來形成

化或目的之相位差特 

度較佳爲1 5 μηι以下

、下。

材料係沒有特別的限

不進行拉伸處理或經

光學特性即可，可使 

能形成Re（63 0）在0〜

:聚合物層的聚合物材 

率爲 75%以上，尤其

耐熱性良好之聚合物 

爲使用從聚醚酮（尤其

c '聚醯胺醯亞胺及聚

L混合者等。特別地，

＞藉此可成爲光學特
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再者，聚合物層亦可爲使聚合性液晶組成物成爲指定

的配向狀態，藉由聚合等使該配向狀態硬化而形成的聚合

物層。

作爲前述聚醚酮，尤其聚芳醚酮的具體例，可舉出特 

開200 1 -49 1 1 0號公報中記載者，具體地可舉出具有下述通

式（1）所示的重複單位者。

通式（1）

上述通式（1）中，，X係菌素、烷基或烷氧基。

作爲上述通式（1）中的X之鹵素，例如可舉出氟原子或 

溴原子、氯原子或碘原子等，其中較佳爲氟原子。又，作 

爲烷基，較佳爲如甲基、乙基、丙基、異丙基及丁基的碳 

數1〜6的烷基及其鹵素取代烷基，其中較佳爲碳數1〜4 
的直鏈或支鏈的烷基及其鹵素取代烷基。更具體地，可舉 

出甲基、乙基及此等三氟甲基等。

作爲X所示的浣氧基，如甲氧基、乙氧基、丙氧基、 

異丙氧基及丁氧基般，較佳爲碳數1〜6的烷氧基及其鹵 

素取代烷氧基，其中較佳爲碳數1〜4的直鏈或支鏈的浣 

氧基及其鹵素取代烷氧基。更具體地，可舉出甲氧基、乙 

氧基及三氟甲氧基等。

X特佳爲氟原子。

前述通式（1）中，q意味X對苯環的鍵結數，爲與對四
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氟伸苯甲醯基及氧化烯基的鍵結位置以外之氫原子的取代

數，即0〜4的整數。

前述通式（1）中，R1表示下述通式（2）所示的基，m爲0 
或1。再者，η表示聚合度，爲2〜5000，較佳爲5〜500。

通式（2）

於前述通式（2）所示的基中，X’係鹵素、烷基或烷氧基 

，X’對苯環的鍵結數q’之値爲0〜4的整數。作爲X’的鹵 

素、烷基或烷氧基，可例示與前述X相同者。

於X’的較佳例中，包含氟原子、甲基或乙基、此等的 

三氟甲基般之鹵化烷基、甲氧基或乙氧基、此等的三氟甲 

氧基般之鹵化烷氧基。其中，較佳爲氟原子。

前述通式（1）及（2）中，X與X’可爲相同或不同。又，於 

通式（1）及（2）中，以q或q’係2以上爲基礎，分子中2個 

以上存在的X或X’可爲相同或不同。

特佳的R1係下述通式（3）所示的基。

通式（3）

前述通式（2）及（3）中，R2係2價芳香族基，ρ係0或1 
。於前述2價芳香族基之例中，包含由（ο、m或ρ-）伸苯基

-22 -



200923504

、萘基、聯苯基、蒽基、（0、m或P-）三聯苯基、菲基、二

苯并呋喃基、聯苯醚基、聯苯碾基、及下述群I所選出的

2價芳香族基等。再者，該2價芳香族基之直接鍵結於芳

香環的氫亦可經前述鹵素、烷基或烷氧基所取代。

前述2價芳香族基（R2）係由下述式所示者。

前述通式（1）所示的聚芳醚酮係可由同一重複單位所構 

成，也可爲具有2種或3種以上的不同重複單位者。於後 

者的情況中，各重複單位可以嵌段狀存在，也可無規地存

在。

於上述通式（1）所示的聚芳醚酮之中，較佳爲下述通式 

（4）所示者。

又，於含有分子末端基時，較佳的聚芳醚酮係由對應 

於通式（1）的下述通式（5）所示者，對應於通式（4）者係下述
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通式（6）所示者。此等係在分子內的對四氟伸苯甲醯基側鍵

結有氟原子，在氧化烯基側鍵結有氫原子者。

通式（6）

通式（4）〜（6）中，R1、X、m、η及q係與通式（1）同義

ο

另一方面，作爲上述聚醯胺或聚酯的具體例，例如可 

舉出具有下述通式（7）所示的重複單位者。

前述通式（7）中，Β係鹵素、碳數1〜3的烷基或其鹵化 

物、經此等的1種或2種以上所取代的苯基、或未取代的 

苯基。Ζ係0〜3的整數。

Ε係共價鍵、碳數2的烯基或其鹵化物、CH2基、 

C（CX3）2 基、CO 基、Ο 原子、S 原子、SO2 基、Si（R）2 基、

或NR基。
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前述C（CX3）2基中的X係氫原子或豳素，Si（R）2基及

NR基中的R係碳數1〜3的烷基或其鹵化物。再者，E係

羰基或在相對於Y基的間位或對位。又，鹵素係氟原子、

氯原子、碘原子或溴原子（以下與通式（7）中相同）。

再者，Ύ係Ο原子或NH基。A係氫原子、鹵素、碳數 

1〜3的烷基或其鹵化物、硝基、氰基、碳數1〜3的硫浣 

基、碳數1〜3的烷氧基或其鹵化物、芳基或其鹵化物、 

碳數1〜9的烷酯基、碳數1〜12的芳酯基或其取代衍生

物、或碳數1〜12的芳醯胺基或其取代衍生物。

又，η係0〜4的整數，ρ係0〜3的整數，q係1〜3的

整數，r係0〜3的整數。

於較佳的聚醯胺或聚酯中，前述r與q爲1，其聯苯環 

的至少1個在第2位置經取代而成爲具有下述通式（8）所示

的重複單位者。

前述通式（8）中，m爲0〜3的整數，較佳爲1或2，X 

及y爲0或1，而且不同時爲0。再者，其它符號係與前 

述通式（7）的情況同義，但E爲羰基或相對Y基的對位配

向之共價鍵。

於前述通式（7）及（8）中，當Β、Ε、Y或A以複數存在 

於分子中時，各自可爲相同或不同。z、n、m、X、y同樣

-25 -



200923504

地可爲相同或不同。再者，於該情況下，Β、E、Y、A、ζ
、η、m、χ、y係各自獨立地判斷。

前述通式（7）所示的聚醯胺或聚酯可由相同的重複單位 

所構成，也可具有2種或3種以上的不同重複單位者。於 

後者的情況中，各重複單位可以嵌段狀存在，也可無規地 

存在。

另一方面，作爲上述聚醯亞胺的具體例，例如可舉出 

包含9,9-雙（胺基芳基）莽與芳香族四羧酸二酐的縮聚合生 

成物，具有1單位以上的下述通式（9）所示的重複單位者。

通式（9）

前述通式（9）中，R係氫原子、鹵素、苯基、經具有1〜 

4個鹵素或1〜10個碳原子的烷基所取代的苯基、或具有

1〜10個碳原子的烷基。4個R係可各自獨立地決定，可

以 0〜4個的範圍來取代。其取代基較佳爲前述者，亦可

一部分含有不同者。再者，鹵素係氟原子、氯原子、碘原 

子或溴原子（以下，通式（9）中相同）。

Z係具有6〜20個碳原子的三取代芳香族基。較佳的Z
係均苯四酸基、或伸萘基或伸苐基、苯并伸莽基或伸蔥基 

般的多環式芳香族基或其取代衍生物、或下述通式（10）所
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示的基。再者，作爲前述多環式芳香族基的取代衍生物中

的取代基，可舉出鹵素、具有1〜10個碳原子的烷基或其

氟化物等。

通式（1 0）

前述通式（10）中，D係共價鍵、C（R2）2基、CO基、Ο 
原子、S原子、SO2基、Si（C2H5）2基、N（R3）2基或此等的 

組合，m係1〜1 0的整數。

再者，上述2個R2各自獨立地係氫原子或C（R4）3基。 

又，上述2個R3各自獨立地係氫原子、具有1〜約20個 

碳原子的浣基、或具有約6〜約20個碳原子的芳基。上述 

3個R4各自獨立地係氫原子、氟原子或氯原子。

又，作爲前述以外的聚醯亞胺，亦可舉出具有下述通 

式（11）、（12）所示的單位者等。較佳爲具有通式（13）所示的

單位之聚醯亞胺。

通式（1 1）
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通式（1 2）

通式（1 3 ）

上述通式（11）、（12）、（13）中，T及L係鹵素、碳數1 
〜3的烷基或其鹵化物、經此等的1種或' 2種以上所取代 

的苯基、或未取代的苯基。前述鹵素係氟原子、氯原子、

碘原子或溴原子（以下，通式（11）、（12）、（13）中相同）。z 
係0〜3的整數。

又，G及J係共價鍵或結合鍵、CH2基、C（CX3）2基、 

CO 基、Ο 原子、S 原子、SO2 基、Si（C2H5）2 基、或 N（CH3） 

基。前述C（CX3）基中X3係氫原子或鹵素。

A係氫原子、鹵素、烷基或其鹵化物、硝基' 氰基'

硫烷基、烷氧基或其鹵化物、芳基或其鹵化物、或烷酯基 

或其取代衍生物。

R係氫原子、鹵素、苯基或其鹵化物等的取代苯基、或 

烷基或其鹵化物等的取代烷基。m係0〜2的整數，η係0 
〜4的整數，ρ係0〜3的整數，q係1〜3的整數。

再者，前述通式（11）、（12）、（13）中的T、A、R或L各
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自獨立地以複數個存在分子中時，此等可爲相同或不同。Z
、n、m亦同樣地可爲相同或不同。再者，於該情況下，τ
、A、R ' L、z、η、m係各自獨立地判斷。

前述通式（9）、（11）、（12）、（13）所示的聚醯亞胺係可由 

相同的重複單位所構成，也可具有2種或3種以上的不同

重複單位者。該不同重複單位亦可將前述以外的酸二酐及 

二胺的至少任一者共聚合而形成。作爲二胺，特佳爲芳香 

族二胺。於後者具有不同重複單位時，各重複單位可以嵌 

段狀存在，也可無規地存在。

作爲用於形成前述不同重複單位的酸二酐，例如可舉 

出均苯四酸二酐.,、3,6-二苯基均苯四酸二酐、3,6-雙（三氟 

甲基）均苯四酸二酐、3,6-二溴均苯四酸二酐、3,6-二氯均 

苯四酸二酐、3,3’，4,4’-二苯基酮四羧酸二酐、2,3,3’，4’-二 

苯基酮四羧酸二酐、2,2’，3，3’-二苯基酮四羧酸二酐、 

3,3’，4,4’-聯苯基羧酸二酐、雙（2,3-二羧苯基）甲烷二酐。

又，亦可舉出雙（2,5,6-三氟-3,4-二羧苯基）甲烷二酐、 

2,2-雙（3,4-二羧苯基）-1，1，1，3,3,3-六氟丙烷二酐、雙（3,4- 
二羧苯基）醚二酐（4，4’-氧基二酞酸酐）、雙（3,4-二羧苯基） 

磺二酐（3, 3’，4,4’-二苯基磺四羧酸酐）、4,4’-[4,4’-亞異丙 

基-二（對伸苯氧基）]雙（酞酸酐）當作前述酸二酐之例。

再者，亦可舉出N，N-（3,4-二羧苯基）-N-甲基胺二酐、

雙（3，4-二羧苯基）二乙基矽烷二酐、2,3,6,7-萘·四羧酸二酐

或1，2,5,6-萘-四羧酸二酐、2,6-二氯-萘-1，4,5,8-四羧酸二

酐般的萘四羧酸二酐、噻吩-2,3,4,5-四羧酸二酐或毗阱-
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2,3,5,6-四羧酸二酐、毗啶-2,3,5,6-四羧酸二酐般的雜環式

芳香族四羧酸二酐等當作前述酸二酐之例 。

可較佳使用的酸二酐係2,2’-二溴-4,4’，5,5’-聯苯基四

羧酸二酐或2,2’-二氯-4,4’，5,5’-聯苯基四羧酸二酐、2,2’-
三鹵取代二酐般的2,2’-取代二酐等，特佳爲2,2-雙（三氟 

甲基）-4,4’，5,5’-聯苯基四羧酸二酐。

另一方面，作爲用於形成前述不同重複單位的二胺 ， 

例如可舉出（ο、m或p-）苯二胺、2,4-二胺基甲苯、1,4-二 

胺基-2-甲氧基苯、1,4-二胺基-2-苯基苯、1,3-二胺基-4-氯

苯般的苯二胺、4,4’-二胺基聯苯基、4,4-二胺基二苯基甲 

烷、2,2-雙（4-胺基苯基）丙浣、2,2-雙（4-胺基苯基）- 

1，1，1，3,3,3-六氟丙烷、4,4’-二胺基二苯基醚、3,4、二肢基 

二苯基醚、1，3-雙（3-胺基苯氧基）苯、1,3-雙（4-胺基苯氧基 

）苯、1，4-雙（4-胺基苯氧基）苯。

又，亦可舉出4,4’-雙（4-胺基苯氧基）聯苯、4,4’-雙（3- 
胺基苯氧基）聯苯、2,2-雙［4-（4-胺基苯氧基）苯基］丙烷、 

2,2 -雙［4-（4-胺基苯氧基）苯基］-1，1，1，3,3,3-六氟丙烷、 

4,4’-二胺基二苯基硫醚、4，4’-二胺基二苯基碾、2,2’-二胺 

基二苯基酮、3，3’-二胺基二苯基酮、1，8-二胺基萘或1，5- 
二胺基萘般的萘二胺、2,6-二胺基毗啶或2,4-二胺基毗啶

、2,4-二胺基-S-三阱般的雜環式芳香族二胺等等當作前述

二胺之例。

可較佳使用的聚醯亞胺例如係使用2,2’-雙（3,4-二羧苯 

基）六氟丙烷二酐或4,4’-雙（3,4-二羧苯基）-2,2-二苯基丙烷
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二酐、萘四羧酸二酐或雙（3，4-二羧苯基）楓二酐等之芳香

族系酸二酐所調製的耐熱性之溶劑可溶性聚醯亞胺。

又，作爲二肢，例如亦可較佳使用由用4,4-（9-亞莽基 

）-二苯胺或 2,2’-雙（三氟甲基）-4,4’-二胺基聯苯基、3,3’- 

二氯-4，4’-二胺基二苯基甲烷或2,2’-二氯-4,4’-二胺基聯苯 

基、2,2’，5,5’-四氯聯苯胺或2,2-雙（4-胺基苯氧基苯基）丙 

浣、2,2-雙（4-胺基苯氧基苯基）六氟丙烷或I,4-雙（4-胺基 

苯氧基）苯、1，3-雙（4-胺基苯氧基）苯或1,3-雙（3-胺基苯氧 

基）苯等的芳香族系二胺所調製的耐熱性之溶劑可溶性聚醯

亞胺。

另一方面，上述聚醯胺醯亞胺或聚酯醯亞胺係沒有特 

別的限定，可使用1種或2種以上的適宜者。較佳爲使用 

特開昭6 1 - 1 625 1 2號公報中記載的聚醯胺醯亞胺、或特開 

昭64-3 8472號公報中記載的聚酯醯亞胺等。

藉由導入如通式（9）所示地對於主鏈而言莽環般的環構 

造之盤面爲垂直豎立的單元，於拉伸聚合物層時可增大與 

拉伸方向成正交的方向之折射率，藉由捲筒薄膜的縱一軸 

拉伸，可得到寬度方向的折射率大的薄膜。藉由使用如此 

的薄膜，即使爲縱一軸拉伸薄膜，經由與偏光膜以輥對輥 

貼合，也可製作具有光學補償機能的偏光板。

又，藉由調整如通式（9）所示地對於主鏈而言莽環般的

環構造之盤面爲垂直豎立的單元、與沿著主鏈方向芳香族

環並排的單元之比例，可調整聚合物層的波長分散。

聚合物層形成時所用的聚合物之分子量係沒有特別的
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限定，較佳爲可溶於溶劑中。從塗布膜的厚度精密度或表 

面精密度以及表面平滑性、膜強度、薄膜化時的伸縮或畸 

變等所致的龜裂發生之防止性、在溶劑中的溶解性（防膠化 

）等之點來看，以質量平均分子量爲基礎，較佳爲ι萬〜 

100萬，更佳爲2萬〜50萬，特佳爲5萬〜20萬。再者， 

質量平均分子量係以聚環氧乙烷當作標準試料，使用二甲 

基甲醯肢溶劑，以凝膠滲透層析術（GPC）所測定之値。

於聚合物層的形成中，可單獨使用上述聚芳醚酮、聚 

醯胺、聚酯或聚醯亞胺等的聚合物，也可混合2種以上的

同種物來使用。又，例如亦可使用聚芳醚酮與聚醯胺之混

合物般的具有不同官能基的2種以上之聚合物的混合物。

又，爲了形成聚合物層，亦可倂用上述以外的適宜聚

合物之1種或2種以上。作爲該倂用聚合物之例，可舉出 

聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、ABS樹

脂及AS樹脂、聚醋酸酯、聚碳酸酯、聚醯胺、聚對駄酸

乙二酯、聚對酞酸丁二酯、聚苯硫醚、聚醚碾、聚酮、聚 

醯亞胺、聚環己浣二甲醇對駄酸酯、聚芳酯、液晶聚合物（ 

包含光聚合性液晶單體）等的熱塑性樹脂。

另外，亦可舉出如環氧樹脂、苯酚樹脂、酚醛清漆樹 

脂的熱硬化性樹脂等當作前述倂用聚合物之例。倂用聚合 

物的使用量係沒有特別的限制，只要在前述聚醚酮等的配 

向性不顯著降低的範圍，但一般較佳爲5 0質量％以下，更 

佳爲40質量％以下，特佳爲30質量％以下。

藉由如上述地倂用複數的聚合物，可將光學異方向性、
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波長分散特性、強度·彈性模數等的力學物性、透水性、

平面性、與聚合物薄膜的密接性、與黏著劑的密接性等各

種物性調整到較佳的範圍。

爲了將用於形成聚合物層的固體聚合物液狀化，可採 

用將熱塑性聚合物加熱熔融的方式，或使固體聚合物溶解 

在溶劑中而成爲溶液的方法等適宜的方式。因此，該展開

層的固體化係可藉由在前者的溶融液中將該展開層冷卻， 

或在後者的溶液中由該展開層去除溶劑而使乾燥來進行。 

於聚合物層的形成時，可按照需要摻合安定劑或可塑劑或

金屬類等所構成的各種添加劑。

較佳爲減低聚合物層的膜厚不均，因爲其成爲光學補 

償片的Re(X)及Rth(X)之不均的原因。聚合物層的膜厚不 

均係可藉由塗布手段的調整、乾燥手段的調整來減低，而 

且亦可藉由提高用於塗布聚合物層的支持體之平滑性來減 

低。藉由在聚合物層的塗布液中添加均平劑，可顯著地減 

低膜厚不均。作爲均平劑，使用不使聚合物層的塗布液之 

表面張力降低的具有界面活性能力之材料。

作爲如此的均平劑，可舉出壬基酚環氧乙烷加成物、 

硬脂酸環氧乙烷加成物等的聚乙二醇型非離子系界面活性 

劑；山梨糖醇酐棕櫚酸單酯、山梨糖醇酐硬脂酸單酯、山 

梨糖醇酐硬脂酸三酯等的元醇型非離子系界面活性劑；全 

氟烷基環氧乙烷加成物、全氟烷基羧酸鹽、全氟烷基甜菜 

鹼等的氟系界面活性劑；烷基改性聚矽氧油' 聚醚改性聚 

矽氧油等的聚矽氧系界面活性劑等。更具體地，作爲聚砂
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氧系界面活性劑，可舉出Disparlon L S - 0 0 9 （楠本化成製）

，作爲氟系界面活性劑，可舉出 Defenser MCF-323、

Megafac F-171、F-172、F-177、F-142D、F-144D、F-140NK

（以上爲大日本油墨化學工業製）、Fluorad FC-430、FC-170、 

FC-170C（以上爲住友3M製），作爲丙烯酸系界面活性劑， 

可舉出 Disparlon L- 1 9 8 0（楠本化成製）、Modaflow（日本 

MONSANTO製）等。又，亦可使用特開平9-2 3 0 1 43號公報

記載者。

上述均平劑由於具有界面活性能力，故大多分布在聚

合物層的表面。於所形成的聚合物層之表面上若許多均平 

劑存在，則在液晶胞上黏貼偏光板時，所使用的黏著劑與 

聚合物層之接著性變弱，於偏光板有不良情況時，在從液 

晶胞剝離偏光板的作業中，黏著劑會殘留在液晶胞，需要 

另外以有機溶劑來擦掉黏著劑等，作業性變差。特別地， 

於使用氟系界面活性劑時，與黏著劑的接著性會變弱。均 

平劑係非常有效於減低聚合物層的厚度不均，於形成聚合 

物層後不需要殘留在聚合物層表面，當然較佳爲從聚合物 

層表面去除。較佳爲於將具有聚合物層的光學補償片貼合 

於偏光膜時，藉由所進行的皂化處理，去除聚合物層表面 

的均平劑。又，亦可藉由有機溶劑來沖掉均平劑。

塗布聚合物材料後，亦可進行乾燥，形成聚合物層。

乾燥係可採用自然乾燥（風乾）方式或加熱乾燥方式，尤其

40〜200 °C的加熱乾燥方式、減壓乾燥方式等的適宜方式

之1種或2種以上。爲了減低乾燥時的乾燥不均所致的厚
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度不均，較佳爲使塗布後立即的環境之風成爲層流，而且

較佳爲使風速成爲lm/min以下。再者，爲了抑制塗布後

所立即噴吹的乾燥風之移動所致的塗布膜之厚度不均的發

生，較佳爲進行不噴吹乾燥風的冷凝乾燥。

作爲前述溶劑，例如可舉出氯仿或二氯甲烷、四氯化 

碳或二氯乙浣、四氯乙烷或三氯乙烯、四氯乙烯或氯苯、 

鄰二氯苯般的鹵化烴類、苯酚或對氯苯酚般的苯酚類、苯 

或甲苯、二甲苯或甲氧基苯、1,2-二甲氧基苯般的芳香族 

烴類、丙嗣或甲基乙基酮、甲基異丁基酮或環己嗣、環戊 

酮或2-毗咯啶酮、N-甲基-2-吡咯啶酮般的酮類、醋酸乙酯

或醋酸丁酯般的酯類。

又，亦可舉出第三丁醇或甘油、乙二醇或三乙二醇、

乙二醇單甲基醚或二乙二醇二甲基醚、丙二醇或二丙二醇 

、2-甲基-2，4-戊二醇般的醇類、二甲基甲醯胺或二甲基乙

醯胺般的醯胺類、乙腈或丁腈般的腈類、二乙基醚或二丁

基醚、四氫呋喃般的醚類、以及二氯甲烷或二硫化碳、乙

基溶纖劑或丁基溶纖劑等當作前述溶劑之例。

溶劑可爲單獨或適宜地組合2種以上來混合使用。從

塗布黏度等之點來看，相對於100質量份的溶劑而言，溶 

液較佳爲溶解有2〜100質量份的固體聚合物，更佳爲溶 

解有5〜50質量份，特佳爲溶解有10〜40質量份。

上述溶劑當然係選擇具有溶解用於形成聚合物層的材 

料之機能者，較佳爲選擇不侵蝕用於塗布聚合物層溶液的

支持體者。
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於液狀化的聚合物之展開中，例如可採用旋塗法或輥

塗法、流塗法或印刷法、浸塗法或流延成膜法、桿塗法或

凹槽輥印刷法等的流延法、擠出法等適宜的薄膜形成方式

。其中，從厚度不均或配向畸變不均等少的薄膜之量產性

等之點來看，較佳可採用流延法等的溶液製膜法。

從光學補償效果之點來看，聚合物層的Re(63 0)較佳爲 

0〜200nm，更佳爲 5〜100nm，特佳爲 10〜50nm。又，聚 

合物層的Rth(6 3 0)較佳爲0〜400nm，更佳爲10〜200nm， 
特佳爲20〜150 nm。

聚合物層，於將展開層固體化後，以控制其Re等爲目 

的，按照需要，亦可對面內的分子施予配向處理。即，於

僅使該展開層固體化的狀態下，Re通常係小。附帶一提， 

於層厚爲5μιη時，Re —般較佳爲15nm以下，更佳爲0.1

〜1 0nm °

另一方面，藉由施予前述的配向處理，可提高面內的 

配向軸之精度，可增大Re。因此，可控制Rth(X)、Re(k)
等的相位差特性。

前述在面內將分子配向的處理，可施予伸張處理及收

縮處理中至少任一種處理，該伸張處理例如可施予拉伸處

理等。拉伸處理係可採用逐次方式或同時方式等所致的二

軸拉伸方式、自由端方式或固定端方式等的一軸拉伸方式 

等適宜方式之1種或2種以上。從抑制彎曲現象之點來看

，較佳爲一軸拉伸方式。

另一方面，收縮處理例如可藉由在基材上進行聚合物
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層的塗布形成，利用該基材的溫度變化等所伴隨著的尺寸

變化，使收縮力起作用的方式等來進行。於該情況下，亦

可使用熱收縮性薄膜等之能給予收縮能力的基材，此時宜

利用拉伸機等來控制收縮率。

聚合物層的較佳形成方式，係將溶解於溶劑中而液狀

化的聚合物溶液展開於後述的熱塑性樹脂薄膜之表面，使

乾燥，按照需要經由該薄膜，施予伸張處理或收縮處理中 

的一者或兩者的方式。依照此方式，可在聚合物層被熱塑 

性樹脂薄膜所支持的狀態下進行處理，製造效率或處理精

度等優異，連續製造亦可能。

［含有含內酯環的聚合物之熱塑性樹脂薄膜］

本實施形態中的光學補償片係具有含有含內酯環的聚

合物之熱塑性樹脂薄膜。該薄膜可爲光學異方向性，也可 

爲光學等方向性。以下，詳細說明本發明之含有含內酯環 

的聚合物之熱塑性樹脂薄膜，惟本發明的範圍不受此等之 

說明所拘束，於以下例示的以外中，在不損害本發明的宗 

旨之範圍內，亦可適宜變更而實施。

《含內酯環的聚合物》

本實施形態所用之含有含內酯環的聚合物的熱塑性樹 

脂薄膜，較佳爲薄膜寬度係 1 3 00mm以上，更佳爲 

1 5 0 0mm以上。又，該薄膜的膜厚較佳爲 20μπι〜ΙΟΟμπι， 
更佳爲20〜65 μπι。本發明所用之含有含內酯環的聚合物 

之熱塑性樹脂薄膜，係含有含內酯環的聚合物當作主成分 

。亦可含有其它熱塑性樹脂。
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含內酯環的聚合物較佳爲具有下述式（20）所示的內酯環

構造。

式中，R1、R2及R3各自獨立地表示氫原子或碳原子數

1〜20的有機殘基，有機殘基亦可含有氧原子。

有機殘基的碳數較佳爲1〜15，更佳爲1〜12，尤佳爲

1〜8，特佳爲1〜5。作爲有機殘基，可舉出取代或未取代

的烷基、取代或未取代的芳基、取代或未取代的烷氧基等 

，較佳爲烷基（甲基、乙基、異丙基、正丁基、第三丁基等 

）。作爲取代基，可舉出烷基、芳基、烷氧基等。R1、R2、 

R3較佳爲氫原子、甲基、乙基、丙基，更佳爲氫原子、甲 

基、乙基，特佳爲氫原子、甲基。

於含內酯環的聚合物之構造中，上述式（2 0）所示之內酯 

環構造的含有比例較佳爲5〜90質量％，更佳爲10〜70質

量％，尤佳爲1 0〜6 0質量％，特佳爲1 0〜5 0質量％。藉由

使內酯環構造的含有比例成爲5質量％以上，所得到的聚 

合物之耐熱性、耐溶劑性及表面硬度有升高的傾向，藉由 

使內酯環構造的含有比例成爲90質量％以下，所得到的聚 

合物之成形加工性有升高的傾向。

含內酯環的聚合物亦可具有上述式（20）所示的內酯環構
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造以外的構造。作爲上述式（20）所示之內酯環構造以外的

構造，例如較佳爲以含內酯環的聚合物的製造方法，將由

如後述的（甲基）丙烯酸酯、含羥基的單體、不飽和羧酸、

下述式（21）所示的單體所組成族群所選出的至少1種單體

聚合而形成的聚合物構造單位（重複構造單位）。

式（21）

CH2=C——R4
i

式中，R4表示氫原子或甲基，X表示氫原子、碳原子 

數 1〜20的烷基、芳基、-OAc基、-CN基、-CO-R5基、 

或- CO-O-R6基，Ac表示乙醯基，R5及R6表示氫原子或碳 

原子數1〜20的有機殘基。關於碳原子數1〜20的有機殘 

基，可參照上述式（20）中的有機殘基之說明。

此處，X較佳爲烷基或芳基（甲基、乙基、丙基、異丙 

基、正丁基、異丁基、第三丁基、環己基、苄基等）。

於含內酯環的聚合物之構造中，上述式（20）所示的內酯 

環構造以外的構造之含有比例，於將（甲基）丙烯酸酯聚合 

而形成聚合物構造單位（重複構造單位）時，較佳爲10〜95 
質量％，更佳爲1 0〜9 0質量％，尤佳爲4 0〜9 0質量％ ’特 

佳爲50〜90質量％ :於將含有羥基的單體聚合而形成聚合 

物構造單位（重複構造單位）時，較佳爲0〜30質量°/。，更 

佳爲0〜20質量％，尤佳爲0〜15質量％，特佳爲0〜10質 

量％。又，於將不飽和羧酸聚合而形成聚合物構造單位（重
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複構造單位）時，較佳爲0〜30質量％，更佳爲0〜20質量

%，尤佳爲0〜1 5質量％，特佳爲0〜1 0質量％。再者，於

將上述式（2 1）所示的單體聚合而形成聚合物構造單位（重複

構造單位）時，較佳爲0〜30質量％，更佳爲0〜20質量％

，尤佳爲0〜1 5質量％，特佳爲0〜1 0質量％。

含內酯環的聚合物之製造方法係沒有特別的限定，例 

如可藉由進行在經由聚合步驟以得到分子鏈中具有羥基與 

酯基的聚合物（a）後，對所得到的聚合物（a）進行加熱處理， 

而將內酯環構造導入聚合物內的內酯環化縮合步驟來獲得

ο

於聚合步驟中，例如藉由進行摻合有下述式（22）所示的 

單體之單體成分的聚合反應，而得到在分子鏈中具有羥基

與酯基的聚合物。

式（22）
R8
I

CH2=C—CH——OH
I 7

COOR7

式中，R7及R8互相獨立地表示氫原子或碳原子數1〜20 

的有機殘基。

此處，作爲碳原子數1〜20的有機殘基，可參照上述 

式（20）中有機殘基的說明。

作爲上述式（22）所示的單體，例如可舉出2-（羥甲基）丙 

烯酸甲酯、2-（羥甲基）丙烯酸乙酯、2-（羥甲基）丙烯酸異丙 

酯、2-（羥甲基）丙烯酸正丁酯、2-（羥甲基）丙烯酸第三丁酯
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等。於此等單體之中，較佳爲2-（羥甲基）丙烯酸甲酯、2-（
羥甲基）丙烯酸乙酯，從提高耐熱性的效果高來看，特佳爲

2-（羥甲基）丙烯酸甲酯。此等單體可單獨使用，也可併用2
種以上。

於供應給聚合步驟的單體成分中，上述式（22）所示的單 

體之含有比例較佳爲5〜9 0質量％，更佳爲1 0〜7 0質量％

，尤佳爲 10〜60質量％，特佳爲10〜50質量％。上述式

（22）所示的單體之含有比例若爲5質量％以上，則所得到 

的聚合物之耐熱性、耐溶劑性及表面硬度有升高的傾向。 

相反地，上述式（22）所示的單體之含有比例若爲90質量％ 

以下，則在聚合步驟或內酯環化縮合步驟中會改良膠化的 

發生，或所得到的聚合物之成形加工性有升高的傾向。

於供應給聚合步驟的單體成分中，亦可摻合上述式（22） 
所示的單體以外之單體。作爲如此的單體，並沒有特別的 

限定，例如可舉出（甲基）丙烯酸酯、含羥基的單體、不飽 

和羧酸、及上述式（21）所示的單體等。此等單體可單獨使 

用，也可倂用2種以上。

作爲（甲基）丙烯酸酯，只要是上述式（22）所示的單體以 

外之（甲基）丙烯酸酯，則沒有特別的限定，例如可舉出丙 

烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸異丁酯、 

丙烯酸第三丁酯、丙烯酸環己酯、丙烯酸苄酯等的丙烯酸 

酯；甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸丙酯 

、甲基丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸異丁酯、甲基丙烯酸第 

三丁酯、甲基丙烯酸環己酯、甲基丙烯酸苄酯等的甲基丙
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烯酸酯等等。此等（甲基）丙烯酸酯可單獨使用，也可倂用

2種以上。於此等（甲基）丙烯酸酯之中，從所得而的聚合

物之耐熱性或透明性優異來看，特佳爲甲基丙烯酸甲酯。

於使用上述式（22）所示的單體以外之（甲基）丙烯酸酯時 

，在供應給聚合步驟的單體成分中，其含有比例較佳爲10 
〜95質量％，更佳爲10〜90質量％，尤佳爲40〜90質量％

，特佳爲50〜90質量％。

作爲含羥基的單體，只要是上述式（22）所示的單體以外 

之含羥基的單體，則沒有特別的限定，例如可舉出α-羥甲 

基苯乙烯、α-羥乙基苯乙烯、2-（羥乙基）丙烯酸甲酯等的 

2-（羥浣基）丙烯酸酯、2-（羥乙基）丙烯酸等的2-（羥烷基）丙 

烯酸等等。此等含羥基的單體可單獨使用，也可倂用2種 

以上。

於使用上述式（22）所示的單體以外之含羥基的單體時， 

在供應給聚合步驟的單體成分中，其含有比例較佳爲0〜

3 0質量％，更佳爲0〜20質量％，尤佳爲0〜1 5質量％，特

佳爲0〜1 0質量％。

作爲不飽和羧酸，例如可舉出丙烯酸、甲基丙烯酸、

巴豆酸、α-取代丙烯酸、α-取代甲基丙烯酸等。此等不飽 

和羧酸可單獨使用，也可倂用2種以上。於此等不飽和羧 

酸之中，從充分發揮本發明的效果之點來看，特佳爲丙烯 

酸、甲基丙烯酸。

於使用不飽和羧酸時，在供應給聚合步驟的單體成分 

中，其含有比例較佳爲0〜3 0質量％，更佳爲0〜2 0質量％
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，尤佳爲0〜1 5質量％，特佳爲0〜1 0質量％。

作爲上述式（21）所示的單體，例如可舉出苯乙烯、α-甲
基苯乙烯、乙烯基甲苯、丙烯腈、甲基乙烯基酮、乙烯、 

丙烯、醋酸乙烯酯等。此等單體可單獨使用，也可倂用2 

種以上。於此等單體之中，特佳爲苯乙烯、α-甲基苯乙烯

ο

於使用上述式（2 1 ）所示的單體時，在供應給聚合步驟的 

單體成分中，其含有比例較佳爲0〜30質量％，更佳爲0〜 

2 0質量％，尤佳爲0〜1 5質量％，特佳爲0〜1 0質量％。

爲了將單體成分聚合以得到在分子鏈中具有羥基與酯 

基的聚合物，聚合反應的形態較佳爲使用溶劑的聚合形態 

，特佳爲溶液聚合。

聚合溫度或聚合時間係隨著所使用的單體種類或比例 

等而變化，例如較佳爲聚合溫度係0〜1 5 0 °C，聚合時間係 

0.5〜20小時，更佳爲聚合溫度係80〜140°C，聚合時間係 

1 ~ 1 0小時。

於使用溶劑的聚合形態時，聚合溶劑係沒有特別的限 

定，例如可舉出甲苯、二甲苯、乙基苯等的芳香族烴系溶 

劑；甲基乙基酮、甲基異丁基酮等的酮系溶劑；四氫呋喃 

等的醚系溶劑等。此等溶劑可單獨使用，也可倂用2種以

上。又，溶劑的沸點若過高，由於最終所得之含內酯環的 

聚合物之殘留揮發分變多，故較佳爲沸點係50〜200 °C的

溶劑。

於聚合反應時，視需要亦可添加聚合引發劑。作爲聚
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合引發劑，並沒有特別的限定，例如可舉出異丙苯氫過氧 

化物、二異丙基苯氫過氧化物、二第三丁基過氧化物、月 

桂醯基過氧化物、苯甲醯基過氧化物、第三丁基過氧異丙 

基碳酸酯、第三戊基過氧-2-乙基己酸酯等的有機過氧化物 

，2,2’-偶氮雙（異丁腈）、1,1’-偶氮雙（環己烷腈）、2,2’-偶 

氮雙（2,4-二甲基戊腈）等的偶氮化合物等等。此等聚合引 

發劑可單獨使用，也可倂用2種以上。聚合引發劑的使用 

量係可隨著單體的組合或反應條件等來適宜設定，並沒有

特別的限定。

於進行聚合時，爲了抑制反應液的膠化，較佳爲將聚 

合反應混合物中所生成的聚合物之濃度控制在50質量％以

下。具體地，於聚合反應混合物中若所生成的聚合物之濃 

度超過5 0質量％時，則較佳爲將聚合溶劑適宜地添加到聚

合反應混合物中，以控制在50質量％以下。聚合反應混合 

物中所生成的聚合物之濃度更佳爲4 5質量％以下，特佳爲 

40質量％以下。再者，由於聚合反應混合物中所生成的聚 

合物之濃度若過低，則生產性會降低，故聚合反應混合物 

中所生成的聚合物之濃度較佳爲10質量％以上，更佳爲20
質量％以上。

作爲將聚合溶劑適宜地添加到聚合反應混合物中的形

態，並沒有特別的限定，例如可連續地添加聚合溶劑，也

可間歇地添加聚合溶劑。藉由如此地控制聚合反應混合物

中所生成的聚合物之濃度，可更充分地抑制反應液的膠化

，特別是在爲了增加內酯環的含有比例以提高耐熱性，而
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提高分子鏈中羥基與酯基的比例時，也可充分抑制膠化。 

作爲所添加的聚合溶劑，例如可爲與聚合反應之初期投入 

時所使用的溶劑相同的種類之溶劑，也可爲不同種類的溶 

劑，較佳爲與聚合反應之初期投入時所使用的溶劑相同種 

類的溶劑。又，所添加的聚合溶劑可爲僅ί種的單一溶劑 

，也可爲2種以上的混合溶劑。

於完成以上的聚合步驟之時間點所得到的聚合反應混 

合物中，除了所得到的聚合物以外，通常亦含有溶劑，較 

佳爲不需要完全去除溶劑以取出固體狀態的聚合物，而在

含有溶劑的狀態下，接著導入內酯環化縮合步驟中。又， 

於需要的情況,.，以固體狀態取出後，接著可再添加適合於

內酯環化縮合步驟的溶劑。

聚合步驟所得之聚合物係在分子鏈中具有羥基與酯基 

的聚合物（a），聚合物（a）的質量平均分子量較佳爲1,000〜 

2,000,000 > 更佳爲 5,000 ~ 1,000,000，尤佳爲 1 0,000 〜

500,000，特佳爲 50,000〜500,000。聚合步驟所得之聚合

物（a），係接著在內酯環化縮合步驟中，藉由加熱處理而將 

內酯環構造導入聚合物中，成爲含內酯環的聚合物。

在聚合物（a）中導入內酯環構造的反應，係藉由加熱， 

使聚合物（a）的分子鏈中所存在的羥基與酯基進行環化縮合

，而產生內酯環構造的反應，經由該環化縮合而副生成醇

。藉由在聚合物的分子鏈中（聚合物的主骨架中）形成內酯

環構造，可賦予高的耐熱性。導入內酯環構造的環化縮合

反應之反應率若不充分，則無法充分提高耐熱性，或在成
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形時藉由加熱處理來成形的途中發生縮合反應，所產生的

醇會在成形品中成爲氣泡或銀紋（silver streak）存在。

內酯環化縮合步驟所得到之含內酯環的聚合物，較佳 

爲具有上述式（2 0）所示的內酯環構造。

將聚合物（a）加熱處理的方法係沒有特別的限定，可利 

用習知的方法。例如，亦可將聚合步驟所得之含有溶劑的 

聚合反應混合物照原樣地進行加熱處理。或者，在溶劑存 

在下，視需要亦可使用閉環觸媒進行加熱處理。或者，亦 

可使用具備用於去除揮發成分的真空裝置或脫揮發分裝置 

的加熱爐或反應裝置、具備脫揮發分裝置的擠壓機等來進

行加熱處理。

於進行環化縮合反應時，除了聚合物（a），亦可使其它 

熱塑性樹脂共存。又，於進行環化縮合反應時，視需要地

可使用作爲環化縮合反應的觸媒所一般使用的對甲苯磺酸

等的酯化觸媒或酯交換觸媒，也可使用醋酸、丙酸、苯甲

酸、丙烯酸、甲基丙烯酸等的有機羧酸類當作觸媒。再者 

，例如像特開昭6 1 -25460 8號公報或特開昭6 1 -26 1 3 03號

公報中所揭示地，亦可使用鹼性化合物、有機羧酸鹽、碳

酸鹽等。

或者，如特開200 1 - 1 5 1 8 1 4號公報中所示地，亦可使用

有機磷化合物當作環化縮合反應的觸媒。藉由使有機磷化

合物當作觸媒，可提高環化縮合反應率，同時可大幅減低

所得到之含內酯環的聚合物之著色。再者，藉由使用有機

磷化合物當作觸媒，於倂用後述的脫揮發分步驟時，可抑
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制可能發生的分子量降低，可給予優異的機械強度。

作爲可用作爲環化縮合反應的觸媒之有機磷化合物，

例如甲基亞膦酸、乙基亞膦酸、苯基亞膦酸等的烷基（芳基） 

亞膦酸（但是亦可成爲互變異構物的浣基（芳基）次膦酸）及 

此等的單酯或二酯；二甲基次膦酸、二乙基次膦酸、二苯 

基次膦酸、苯基甲基次膦酸、苯基乙基次膦酸等的二烷基（ 

芳基）次膦酸及此等的酯；甲基膦酸、乙基膦酸、三氟甲基 

膦酸、苯基膦酸等的烷基（芳基）膦酸及此等的單酯或二酯 

:甲基亞次膦酸、乙基亞次膦酸、苯基亞次膦酸等的烷基（ 

芳基）亞次膦酸及此等的酯；亞磷酸甲酯、亞磷酸乙酯、亞 

磷酸苯酯、亞磷酸二甲酯、亞磷酸二乙酯、亞磷酸二苯酯

、亞磷酸三甲酯、亞磷酸三乙酯、亞磷酸三苯酯等的亞磷

酸單酯、二酯或三酯；磷酸甲酯、磷酸乙酯、磷酸2-乙基

己酯、磷酸辛酯、磷酸異癸酯、磷酸月桂酯、磷酸硬脂基

酯、磷酸異硬脂基酯、磷酸苯酯、磷酸二甲酯、磷酸二乙

酯、磷酸二-2-乙基己酯、磷酸二異癸酯、磷酸二月桂酯、 

磷酸二硬脂基酯、磷酸二異硬脂基酯、磷酸二苯酯、磷酸 

三甲酯、磷酸三乙酯、磷酸三異癸酯、磷酸三月桂酯、磷 

酸三硬脂基酯、磷酸三異硬脂基酯、磷酸三苯酯等的磷酸 

單酯、二酯或三酯；甲基膦、乙基膦、苯基膦、二甲基膦

、二乙基膦、二苯基膦、三甲基膦、三乙基膦、三苯基膦

等的單-、二-或三-烷基（芳基）膦；甲基二氯膦、乙基二氯

膦、苯基二氯膦、二甲基氯膦、二乙基氯膦、二苯基氯膦

等的烷基（芳基）鹵素膦；氧化甲基膦、氧化乙基膦、氧化
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苯基膦、氧化二甲基膦、氧化二乙基膦、氧化二苯基膦、 

氧化三甲基膦、氧化三乙基膦、氧化三苯基膦等的氧化單- 

、二-或三-浣基（芳基）膦；氯化四甲基鱗、氯化四乙基鱗 

、氯化四苯基鱗等的鹵化四烷基（芳基）鱗；等等。此等有 

機磷化合物可單獨使用，也可倂用2種以上。於此等有機 

磷化合物之中，從觸媒活性高、著色性低來看，較佳爲浣 

基（芳基）亞膦酸、亞磷酸單酯或二酯、磷酸單酯或二酯、 

烷基（芳基）膦酸，更佳爲烷基（芳基）亞膦酸、亞磷酸單酯 

或二酯、磷酸單酯或二酯，特佳爲烷基（芳基）亞膦酸、磷 

酸單酯或二酯。

環化縮合反應時所用的觸媒之使用量係沒有特別的限 

定，例如相對於聚合物（a）而言，較佳爲0.001〜5質量％， 

更佳爲0.0 1〜2.5質量％，尤佳爲0.0 1〜1質量％，特佳爲

0.05〜0.5質量％。藉由使觸媒的使用量成爲0.001質量％

以上，則有提高環化縮合反應的反應率之傾向。相反地，

藉由使觸媒的使用量成爲5質量％以下，則所得到的聚合

物有不易著色的傾向，而且有可抑制因聚合物交聯而使熔

融賦形變困難的傾向。

觸媒的添加時期係沒有特別的限定，例如可於反應初

期添加，也可於反應途中添加，亦可在此等兩種期間添加

ο

較佳爲在溶劑的存在下進行環化縮合反應，或在環化

縮合反應時倂用脫揮發分步驟。於此情況下，可舉出通過

環化縮合反應之全體倂用脫揮發分步驟的形態，及在經過
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環化縮合反應的過程全體不倂用脫揮發分步驟，而僅在過

程的一部分中倂用的形態等。於倂用脫揮發分步驟的方法

中，由於強制地脫除稠環化反應所副生成的醇，故反應的

平衡有利於生成側。

脫揮發分步驟係意味將溶劑、殘留單體等的揮發分、 

由導入內酯環構造的環化縮合反應所副生的醇，按照需要 

地在減壓加熱條件下，去除處理的步驟。該去除處理若不

充分，則所得到的聚合物中之殘留揮發分變多，由於成形

時的變質等而著色，或發生氣泡或銀紋等的成形不良。

於通過環化縮合反應的全體倂用脫揮發分步驟之形態

時，所用的裝，置係沒有特別的限定，例如爲了更有效地進

行本發明，較佳爲使用由熱交換器與脫揮發分槽所成構的 

脫揮發分裝置或附排氣口的擠壓機，以及使用脫揮發分裝 

置與擠壓機串聯配置者，更佳爲使用由熱交換器與脫揮發 

分槽所構成的脫揮發分裝置或附排氣口的擠壓機。

於使用由熱交換器與脫揮發分槽所構成的脫揮發分裝 

置時，反應處理溫度較佳爲150〜350 °C，更佳爲 200〜 

3 0 0°C。若反應處理溫度爲150°C以上，則有環化縮合反應 

變充分、殘留揮發分變少的傾向，而若反應處理溫度爲 

3 5 0 °C以下，則所得到的聚合物之著色或分解有不易發生

的傾向。

於使用由熱交換器與脫揮發分槽所構成的脫揮發分裝 

置時，反應處理壓力較佳爲 931hPa〜1.33hPa(700mmHg〜 

1 mmHg) > 更佳爲 7 9 8 hP a ~ 66.5hPa(600mmHg~ 50mmHg)。
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藉由使反應處理壓力成爲 93 lhPa(700mmHg)以上，則含有

醇的揮發分係不易殘留。相反地，藉由使反應處理壓力成

爲1.33hPa(lmmHg)以下，則有工業上容易實施的傾向。

於使用附排氣口的擠壓機時，可具有1個或數個排氣

口，較佳爲具有數個排氣口。

於使用附排氣口的擠壓機時，反應處理溫度較佳爲150

〜3 5 0 °C，更佳爲 200〜3 00 °C。若反應處理溫度爲1 5 0 °C
以上，則有環化縮合反應容易充分進行、殘留揮發分變少 

的傾向。相反地，若反應處理溫度爲3 5 0 °C以下，則所得 

到的聚合物之著色或分解有不易發生傾向。

於使用附排氣口的擠壓機時，反應處理壓力較佳爲 

931hPa 〜1 .33hPa(700mmHg ~ ImmHg)，更佳爲 7 9 8 hP a ~ 
13.3hPa(600mmHg〜lOmmHg)。藉由使反應處理壓力成爲 

93 lhPa(700mmHg)以上，則含有醇的揮發分變不易殘留， 

而若反應處理壓力爲1.33hPa(lmmHg)以下，則工業上有容

易進行實施的傾向。

再者，於通過環化縮合反應的全體倂用脫揮發分步驟

的形態時，如後述地，由於在嚴苛的熱處理條件下所得之 

含內酯環的聚合物的物性會劣化，故較佳爲使用前述的脫 

醇反應之觸媒，在盡可能溫和的條件下，使用附排氣口的

擠壓機等來進行。

又，於通過環化縮合反應的全體倂用脫揮發分步驟的 

形態時，較佳爲將聚合步驟所得之聚合物(a)與溶劑一起導 

入環化縮合反應裝置系統中；於此情況下，視需要亦可再
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度通過附排氣口的擠壓機等之環化縮合反應裝置。

亦可進行於經過環化縮合反應的過程全體不倂用脫揮

發分步驟，而僅在過程的一部分中倂用的形態等。例如， 

將製造聚合物（a）的裝置進一步地加熱，視需要地倂用一部 

分的脫揮發分步驟，預先進行某一程度的環化縮合反應 ， 

然後接著進行同時倂用脫揮發分步驟的環化縮合反應，完 

成反應的形態。

於先前所述的通過環化縮合反應的全體倂用脫揮發分 

步驟的形態中，例如，於使用二軸擠壓機，在25 0 °C附近 

或在其以上的高溫熱處理聚合物（a）時，由於熱經歴的不同 

，在環化縮合反應進行之前發生一部分解等，所得到之含

內酯環的聚合物之物性會劣化。因此，於進行同時倂用脫 

揮發分步驟的環化縮合反應之前，若預先進行某一程度的 

環化縮合反應，則可緩和後半的反應條件，可抑制所得之

含內酯環的聚合物之物性的劣化，故較宜。作爲特佳的形 

態，例如可舉出於自環化縮合反應的開始起隔一時間開始 

脫揮發分步驟的形態，即是使由聚合步驟所得之聚合物（a） 
的分子鏈中所存在的羥基與酯基預先進行環化縮合反應， 

以將環化縮合反應率提高某一程度，接著進行同時倂用脫 

揮發分步驟的環化縮合反應之形態等。具體地，較佳可舉 

出例如預先使用鍋型反應器，在溶劑的存在下使環化縮合 

反應進行到某一程度的反應率爲止，然後藉由具備脫揮發 

分裝置的反應器，例如由熱交換器與脫揮發分槽所構成的 

脫揮發分裝置，或藉由附排氣口的擠壓機等，完成環化縮

-51-



200923504

合反應的形態。特別地，於此形態時，更佳爲有環化縮合

反應用的觸媒存在著。

如前述地，使由聚合步驟所得之聚合物（a）的分子鏈中 

所存在的羥基與酯基預先進行環化縮合反應，以將環化縮 

合反應率提高某一程度，接著進行同時倂用脫揮發分步驟 

的環化縮合反應之方法，係本發明中得到含內酯環的聚合

物之較佳形態。藉由此形態，可得到玻璃轉移溫度更高，

環化縮合反應率亦更高，耐熱性優異之含內酯環的聚合物

。於此情況下，作爲環化縮合反應率的目標，例如實施例 

所示的動態TG測定在150〜3 00°C的範圍內之質量減少率 

，較佳爲2%以下，更佳爲1.5%以下，，特佳爲1%以下。

於同時倂用脫揮發分步驟的環化縮合反應之前所預先 

進行的環化縮合反應時，可採用的反應器係沒有特別的限 

定，例如可舉出高壓釜、鍋型反應器、由熱交換器與脫揮 

發分槽所構成的脫揮發分裝置等，再者，亦可使用於同時 

倂用脫揮發分步驟的環化縮合反應中所適合之附排氣口的 

擠壓機。於此等反應器之中，特佳爲高壓釜、鍋型反應器 

。然而，於使用附排氣口的擠壓機等之反應器時，使排氣 

口條件成溫和，或不作排氣，藉由調整溫度條件或機筒條 

件、螺桿形狀、螺桿運轉條件等，亦可能在與高壓釜或鍋 

型反應器之反應狀態同樣的狀態下進行環化縮合反應 。

於同時倂用脫揮發分步驟的環化縮合反應之前所預先 

進行環化縮合反應時，例如可舉出對含有由聚合步驟所得 

之聚合物（a）與溶劑的混合物，（i）添加觸媒，使加熱反應的
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方法，（ii）在無觸媒下使加熱反應的方法，及在加壓 

前述（i）或（Π）的方法等。

再者，於內酯環化縮合步驟中導入環化縮合反 

含有聚合物（a）與溶劑的混合物」，係意味由聚合步 

之聚合反應混合物本身，或一旦去除溶劑後再添加 

環化縮合反應的溶劑而得之混合物。

於同時倂用脫揮發分步驟的環化縮合反應之前

進行的環化縮合反應時，作爲可再添加的溶劑，並

別的限定，例如可舉出甲苯、二甲苯、乙苯等的芳

類；甲基乙基酮、甲基異丁基酮等的酮類；氯仿、

碾、四氫呋喃；等等。此等溶劑可單獨使用，也可

種以上。較佳爲使用與聚合步驟中所用的溶劑相同

溶劑。

作爲方法（i）中所添加的觸媒，例如可舉出一般 

對甲苯磺酸等的酯化觸媒或酯交換觸媒、鹼性化合

機羧酸鹽、碳酸鹽等，本發明中較佳爲使用前述的

化合物。觸媒的添加時期係沒有特別的限定，例如

應初期添加，也可於反應途中添加，亦可在此等兩 

添加。觸媒的添加量係沒有特別的限定，例如相對 

物（a）的質量而言，較佳爲0.001〜5質量％，更佳爲 

2.5質量％，尤佳爲0.01〜0.1質量％，特佳爲0.05

量％。方法（i）的加熱溫度及加熱時間係沒有特別的 

例如加熱溫度較佳爲室溫〜180°C，更佳爲50°C〜 

加熱時間較佳爲1〜20小時，更佳爲2〜1 0小時。

下進行

應的「

驟所得

適合於

所預先

沒有特

香族烴

二甲亞

倂用2
種類的

使用的

物、有

有機磷

可於反

種期間

•於聚合

0.01 〜

〜0.5質

I限定，

1 5 0°C，

藉由使
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加熱溫度成爲室溫以上，或藉由使加熱時間成爲1小時以

上，環化縮合反應率有升高的傾向。相反地，藉由使加熱

溫度成爲1 8 0 °C以下，或藉由使加熱時間成爲2 0小時以下

，樹脂的著色或分解變成不易發生。

方法（ii）例如可使用耐壓性的鍋型反應器等，將聚合步 

驟所得之聚合反應混合物照原樣地加熱。方法（ii）的加熱溫 

度或加熱時間係沒有特別的限定，例如加熱溫度較佳爲 

100〜180 °C，更佳爲100〜150 °C，加熱時間較佳爲1〜20
小時，更佳爲2〜10小時。藉由使加熱溫度成爲100°C以

上，或藉由使加熱溫度成爲1小時以上，環化縮合反應率 

有升高的傾向。相反地，藉由使加熱溫度成爲1 8 0 °C以下 

，或藉由使加熱時間成爲2 0小時以下，樹脂的著色或分

解變成不易發生。

於任一方法中，視條件而定，亦可在加壓下而毫無問

題。

於同時倂用脫揮發分步驟的環化縮合反應之前所預先

進行的環化縮合反應時，即使溶劑的一部分在反應中自然

揮發，也毫無問題。

於同時倂用脫揮發分步驟的環化縮合反應之前所預先

進行的環化縮合反應之結束時，即在緊鄰脫揮發分步驟開

始之前，動態TG測定在150〜3 00°C的範圍內之質量減少

率，較佳爲2%以下，更佳爲1.5%以下，特佳爲1%以下。 

藉由使質量減少率成爲2%以下，則在接著進行同時倂用脫 

揮發分步驟的環化縮合反應時，環化縮合反應率係容易進
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行，所得到之含內酯環的聚合物之物性有升高的傾向。再

者，於進行上述的環化縮合反應時，除了聚合物（a），亦可

使其它熱塑性樹脂共存。

於使由聚合步驟所得之聚合物（a）的分子鏈中所存在的 

羥基與酯基預先進行環化縮合反應，以將環化縮合反應率

提高某一程度，接著進行同時倂用脫揮發分步驟的環化縮

合反應之形態時，亦可將預先進行環化縮合反應所得之聚 

合物（分子鏈中所存在的羥基與酯基的至少一部分已進行環 

化縮合反應的聚合物）與溶劑，照原樣地導入同時倂用脫揮 

發分步驟的環化縮合反應中，視需要地，也可前述聚合物（ 

分子鏈中所存的羥基與酯基的至少一部分已環化縮合反應 

的聚合物）分離後，經由再添加溶劑等的其它處理，然後導 

入同時倂用脫揮發分步驟的環化縮合反應中。

脫揮發分步驟不一定要與環化縮合反應同時結束，也 

可在環化縮合反應的結束起隔一時間結束。

含內酯環的聚合物的質量平均分子量，較佳爲1，000〜 

2,000,000 > 更佳爲 5,000 〜1，000,000，尤佳爲 1 0,000 〜 

500,000，特佳爲 50,000 〜500,000。

含內酯環的聚合物在動態TG測定的150〜3 00 °C之範 

圍內的質量減少率，較佳爲1%以下，更佳爲 0.5%以下， 

特佳爲0.3 %以下。

含內酯環的聚合物，由於環化縮合反應率高，可回避 

在成形後的成形品中發生氣泡或銀紋的缺點。再者’因爲 

藉由高的環化縮合反應率，可在聚合物內充分導入內酯環
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構造，故所得到之含內酯環的聚合物具有充分高的耐熱性

ο

當含內酯環的聚合物成爲濃度15質量％的氯仿溶液時 

，其著色度（ΥΙ）較佳爲6以下，更佳爲3以下，尤佳爲2 
以下，特佳爲1以下。著色度（ΥΙ）若爲6以下，則防止著

色而有容易得到更高的透明性之傾向。

含內酯環的聚合物在熱質量分析（TG）的5 %質量減少溫

度，較佳爲2 80°C以上，更佳爲290 °C以上，尤佳爲3 00 °C 
以上，而且尤更佳爲3 3 0 °C以上，特佳爲3 50 °C以上，最 

佳爲3 6 0 °C以上。熱質量分析（TG）的5%質量減少溫度係熱 

安定性的指標，藉由使其成爲2 8 0 °C以上，則有容易發揮 

充分的熱安定性之傾向。

含內酯環的聚合物的玻璃轉移溫度（Tg）較佳爲115 °C以 

上，更佳爲1 2 5 °C以上，尤佳爲1 3 0 °C以上，特佳爲1 3 5 °C

以上，最佳爲140°C以上。

含內酯環的聚合物中所含有的殘留揮發分之總量，較 

佳爲 5,000ppm以下，更佳爲 2,0 0 0 ppm以下，尤佳爲 

1 , 5 0 0 ρ p m，特佳爲 l,000ppm。殘留揮發分的總量若爲 

5 000ppm以下，則有更有效地防止成形時的變質等所致的 

著色、或發泡、銀紋等的成形不良之傾向°

含內酯環的聚合物，以根據對射出成形所得之成形品

的 ASTM-D- 1 003之方法所測定的全光線透過率，較佳爲

85%以上，更佳爲 88%以上，特佳爲 90%以上。全光線透

過率係透明性的指標，若使其成爲85%以上，則透明性有
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升高的傾向。

［其它熱塑性樹脂］

前述熱塑性樹脂薄膜亦可含有其它熱塑性樹脂。其它 

熱塑性樹脂與含內酯環的聚合物混合而薄膜化時，若玻璃 

轉移溫度爲120 °C以上，面方向的厚度每ΙΟΟμπι的相位差 

爲 20nm以下，全光線透過率爲85%以上的性能，則不拘

於特別的種類，但從可提供具有透明性或耐熱性、低相位 

差、優異的機械強度之性能的光學薄膜之觀點來看，較佳 

爲熱力學上相溶的熱塑性樹脂。

於前述熱塑性樹脂薄膜中，含內酯環的聚合物與其它 

熱可塑樹脂的含有比例較佳爲6 0〜9 9 : 1〜4 0質量％，更佳 

爲70〜97: 3〜30質量％ ’特佳爲80〜95:5〜20質量％。

作爲其它熱塑性樹脂，例如可舉出聚乙烯、聚丙烯、 

乙烯-丙烯共聚物、聚（4-甲基-1-戊烯）等的烯烴系聚合物； 

氯乙烯、氯化乙烯基樹脂等的含鹵素系聚合物；聚甲基丙 

烯酸甲基等的丙烯酸系聚合物；聚苯乙烯、苯乙烯-甲基丙 

烯酸甲酯共聚物、苯乙烯-丙烯腈共聚物、丙烯腈-丁二烯- 

苯乙烯俵段共聚物等的苯乙烯系聚合物；聚對舦酸乙二酯 

、聚對舦酸丁二酯、聚萘二甲酸乙二酯等的聚酯；耐隆6 

、耐隆66、耐隆610等的聚醯胺；聚縮醛；聚碳酸酯；聚 

苯醚；聚苯硫醚；聚醚醚嗣；聚颯；聚醚颯；聚氧化苯； 

聚醯胺醯亞胺；聚丁二烯系橡膠、摻合有丙烯酸系橡膠的 

ABS樹脂或ASA樹脂等的橡膠質聚合物；等等。橡膠質聚 

合物較佳爲表面具有能與含內酯環的聚合物相溶的組成之
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接枝部分，而且橡膠質聚合物的平均粒子大小，從提高成

爲薄膜狀時的透明性之觀點來看，較佳爲100nm以下，更

佳爲70nm以下。

作爲與含內酯環的聚合物在熱力學上相溶的熱塑性樹

脂，可舉出具有氰乙烯系單體單位與芳香族乙烯基系單體

單位的共聚物，具體地爲丙烯腈-苯乙烯系共聚物、或聚氯

乙烯樹脂、含有50質量％以上的甲基丙烯酸酯類之聚合物

。於此等熱塑性樹脂之中，若使用丙烯腈-苯乙烯系共聚物 

，則可容易得到玻璃轉移溫度爲1 2 0 °C以上，面方向的厚 

度每ΙΟΟμιη的相位差爲20nm以下，全光線透過率爲85% 
以上的光學薄膜。再者，所謂之含內酯環的聚合物與其它 

熱塑性樹脂在熱力學上相溶的，係可藉由測定將此等混合 

而得之熱塑性樹脂組成物的玻璃轉移溫度來確認。具體地 

，對含內酯環的聚合物與其它熱塑性樹脂之混合物，藉由 

差示掃描熱量測定器所測定的玻璃轉移溫度僅觀測到1點

，則稱爲熱力學上相溶。

於使用丙烯腈-苯乙烯系共聚物當作其它熱塑性樹脂時 

，其製造方法係可使用乳化聚合法或懸浮聚合法' 溶液聚 

合法、整體聚合法等，從所得到的熱塑性樹脂薄膜之透明 

性或光學性能的觀點來看，較佳爲使用溶液聚合法或整體 

聚合法。

前述熱塑性樹脂薄膜的原料之熱可塑樹脂組成物，亦 

可含有各種添加劑。作爲添加劑，例如可舉出受阻酚系、 

磷系、硫系等的抗氧化劑；耐光安定劑、耐候安定劑、熱
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安定劑等的安定劑，玻璃纖維、碳纖維等的補強材；水楊 

酸苯酯、（2,2’-羥基-5-甲基苯基）苯并三唑、2-羥基二苯基 

酮等的紫外線吸收劑；近紅外線吸收劑；參（二溴丙基）磷 

酸酯、磷酸三烯丙酯、氧化銻等的難燃劑，陰離子系、陽 

離子系、非離子系的界面活性劑等之抗靜電劑，無機顔料 

、有機顏料、染料等的著色劑，有機塡料或無機塡料，樹 

脂改質劑，有機塡充劑或無機塡充劑，可塑劑，滑劑，抗 

靜電劑，難燃劑等等。

於前述熱塑性樹脂薄膜中，前述添加劑的含有比例較 

佳爲0〜5質量％，更佳爲0〜2質量％，特佳爲0〜0.5質

量％。

前述熱塑性樹脂薄膜的製造，例如可藉由習知的混合 

方法，將含內酯環的聚合物與依所欲的其它熱塑性樹脂及 

添加劑等充分混合，將其成形爲薄膜狀而製造。

前述熱塑性樹脂薄膜的玻璃轉移溫度爲 1 20°C以上，較 

佳爲1 2 5 °C以上，更佳爲1 3 0 °C以上。

前述熱塑性樹脂薄膜的面方向之厚度每ΙΟΟμιη的相位 

差較佳爲20nm以下，更佳爲10nm以下。

前述熱塑性樹脂薄膜的全光線透過率較佳爲85%以上 

，更佳爲8 7 %以上，特佳爲9 0 %以上。

前述熱塑性樹脂薄膜之相位差的入射角依賴性小，入 

射角0°的厚度每100 μηι的相位差Ro與入射角40°的厚度 

每ΙΟΟμιη的相位差R40之差（Κ·40-Rq）較佳爲小於2 0 n m ＞更

佳爲小於1 0 n m。
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前述熱塑性樹脂薄膜的厚度較佳爲1 μηι以上且小於

1 0 Ο μπι ＞更佳爲ΙΟμιη以上80μιη以下，特佳爲60μπι以下

。藉由使厚度成爲Ιμιη以上，機械強度有升高的傾向，進

行拉伸時不易發生斷裂等。

本實施形態之含有含內酯環的聚合物之熱塑性樹脂薄 

膜，根據 ASTM-D- 8 82-6 1 T所測定的拉伸強度較佳爲 

lOMPa以上且低於 lOOMPa，更佳爲 30MPa以上且低於

lOOMPa。藉由使拉伸強度成爲lOMPa以上，則有容易展

現充分的機械的強度之傾向，藉由使拉伸強度成爲低於 

lOOMPa -則加工性有提高的傾向而較宜。

本實施形態之含有含內酯環的聚合物之熱塑性樹脂薄 

膜，根據A S T Μ - D - 8 8 2 - 6 1 T所測定的伸長率較佳爲1 %以上

，更佳爲3%以上。伸長率的上限係沒有特別的限定，一般 

較佳爲100%以下。藉由使伸長率成爲1%以上，則韌性有

提高的傾向而較宜。

本實施形態之含有含內酯環的聚合物之熱塑性樹脂薄 

膜，根據ASTM-D- 8 8 2-6 1 T所測定的拉伸彈性模數較佳爲

0.5GPa以上，更佳爲lGPa以上，特佳爲2GPa以上。拉

伸彈性模數的上限係沒有特別的限定，一般較佳爲20GPa 
以下。藉由使拉伸彈性模數成爲0.5GPa以上，機械強度

有升高的傾向而較宜。

本發明之含有含內酯環的聚合物之熱塑性樹脂薄膜的

製造方法係沒有特別的限定。例如藉由習知的混合方法，

將含內酯環的聚合物與依所欲的其它熱可塑樹脂及添加劑
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等混合，預先成爲熱塑性樹脂組成物，將其成形爲薄膜狀 

而製造。該熱塑性樹脂組成物的製造方法，例如可採用藉 

由勻漿機（omnimixer）等的混合機來摻合後，將所得到的混 

合物擠出混煉的方法。於此情況下，擠出混煉時所用的混 

煉機係沒有特別的限定，例如可使用單軸擠壓機、二軸擠 

壓機等的擠壓機或加壓捏合機等習知的混煉機。

作爲薄膜的成形方法，可使用習知的薄膜成形方法， 

例如溶液流鑄法（溶液流延法）、溶融擠出法、壓延法、壓 

縮成形法等。於此等薄膜成形方法之中，特佳爲溶液流鑄 

法（溶液流延法）、熔融擠出法。於此情況下，可使用如前 

述地經預先，擠出混煉的熱塑性樹脂組成物，也可在將含內 

酯環的聚合物與其它熱可塑樹脂以及視需要的添加劑等， 

分別溶解於溶液中而成爲均勻混合液後，交付給溶液流鑄 

法（溶液流延法）或溶融擠出法的薄膜成形步驟。

作爲溶液流鑄法（溶液流延法）所使用的溶劑，例如可舉 

出氯仿、二氯甲烷等的氯系溶劑，甲苯、二甲苯、苯等的

芳香族系溶劑；甲醇、乙醇、異丙醇、正丁醇、2-丁醇等

的醇系溶劑，甲基溶纖劑、乙基溶纖劑、丁基溶纖劑、二

甲基甲醯胺、二甲亞颯、二噚浣、環己酮、四氫呋喃、丙

酮、甲基乙基酮、醋酸乙酯、二乙基醚等。此等溶劑可單

獨使用，也可倂用2種以上。

作爲用於進行溶液流鑄法（溶液流延法）的裝置，例如可 

舉出筒式流延機、帶式流延機、旋塗機等。

作爲熔融擠出法，可舉出T模頭法、吹塑法等，該情
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況下的薄膜之成形溫度較佳爲150〜3 5 0°C，更佳爲200〜

3 00 °C。

溶液流鑄法、熔融擠出法等的製膜速度係沒有特別的 

限制，從生產性的觀點來看，較佳爲20m/min以上的速度 

。但是若加快製膜速度，則表面的平滑性變差，霧度顯著 

惡化，或輸送性或捲繞性變差，故5 Om/min以下爲較佳的

範圍。

於以T模頭法來進行薄膜成形時，在眾所周知的單軸 

擠壓機或二軸擠壓機的前端部安裝T模頭，將擠出成薄膜

狀的薄膜捲繞，可得到捲筒狀的薄膜。於此情況下，藉由

適宜調整捲繞輥的溫度，在擠出方向施加拉伸，亦可能成

爲一軸拉伸步驟。又，於與擠出方向呈垂直的方向中施加

拉伸薄膜的步驟，亦可能施加逐次二軸拉伸、同時二軸拉

伸等的步驟。

本發明中的光學薄膜可爲未拉伸薄膜，也可爲拉伸薄

膜。拉伸的情況可爲一軸拉伸薄膜，也可爲二軸拉伸薄膜

。於成爲二軸拉伸薄膜時，可爲同時二軸拉伸者，也可爲

逐次二軸拉伸者。於二軸拉伸時，機械強度上升而提高薄

膜性能。本發明中的光學薄膜，經由混合其它熱塑性樹脂

，則即使進行拉伸也可抑制相位差的增大，可保持光學等

方向性。

拉伸較佳爲在薄膜原料的熱可塑樹脂組成物之玻璃轉 

移溫度附近進行。具體的拉伸溫度較佳爲（玻璃轉移溫度_ 

30 °C ）〜（玻璃轉移溫度+100 °C ），更佳爲（玻璃轉移温度-
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20°C ）〜（玻璃轉移溫度+80°C ）。拉伸溫度若低於（玻璃轉移

溫度-3 0 °C ），則會得不到充分的拉伸倍率。相反地，拉伸

溫度若超過（玻璃轉移溫度+ 1 00 °C ），則樹脂流動而無法進

行安定的拉伸。

以面積比所定義的拉伸倍率較佳爲1 . 1〜2 5倍，更佳爲 

1 .3〜1 0倍。若拉伸倍率爲1 . 1倍以上，則有藉由拉伸提高

韌性的傾向。相反地，若拉伸倍率爲2 5倍以下，則有容 

易發揮提高拉伸倍率的效果之傾向。

拉伸速度（單向）較佳爲10〜20,000%/分鐘，更佳爲100 
〜1 0,00 0%/分鐘。若拉伸速度爲10%/分鐘以上，則有可縮

短得到充分拉伸倍率的時間之傾向，容易壓低製造成本。 

相反地，藉由使拉伸速度成爲20,000%/分鐘以下，有不易

發生拉伸薄膜的斷裂等之傾向。

爲了安定化薄膜的光學等方向性或機械特性，在拉伸 

處理後亦可進行熱處理（退火）等。

［光學補償片的製造］

本實施形態的光學補償片係可藉由在上述熱塑性樹脂 

薄膜的表面上，塗布聚合物溶液或聚合物熔融液，進行乾 

燥以形成聚合物層來製造。聚合物層的形成係如上述。

又，如上述地，在熱塑性樹脂薄膜上形成聚合物層後 

，爲了控制聚合物層的Rth（X）、Re（X）等的相位差特性，較 

佳爲進行拉伸處理或收縮處理。拉伸處理及收縮處理的較 

佳例亦如上述。

本實施形態的光學補償片係可用於各種模式的液晶顯
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示裝置。本發明的光學補償片係可照原樣地當作單獨的構

件，用於液晶顯示裝置。又，亦可與偏光膜貼合，當作偏

光板的一構件而用於液晶顯示裝置。以下說明具有本實施

形態的光學補償片之偏光板。

［偏光板］

本實施形態的偏光板係至少具有偏光膜與本發明的光 

學補償片。亦可將前述光學補償片直接貼合於偏光膜的表 

面，利用作爲偏光膜的保護膜。於該態樣中，較佳爲將熱 

塑性樹脂薄膜的背面（沒有形成光學異方向性層側之面）貼 

合於偏光膜的表面。又，較佳爲在偏光膜的另一面上亦貼 

合醯化纖維素薄膜等的保護膜。 ,

＜偏光膜＞

偏光膜係有碘系偏光膜、使用二色性染料的染料系偏 

光膜或聚烯系偏光膜，本發明中可使用任一者。碘系偏光

膜及染料系偏光膜一般係使用聚乙烯醇系薄膜來製造 。

＜保護膜＞

另一側表面上所貼合的保護膜較佳爲使用透明的聚合

物薄膜。透明係意味光透過率爲80%以上。作爲保護膜，

較佳爲醯化纖維素薄膜及含有聚烯烴的聚烯烴薄膜。於醯 

化纖維素薄膜之中，較佳爲三乙醯纖維素（：TriAcetyl 
Cellulose,以下記載爲 TAC）薄膜。又，於聚烯烴薄膜之 

中，較佳爲含有環狀聚烯烴的聚原冰片烯薄膜。保護膜的 

厚度較佳爲20~ 500μιη ＞更佳爲50〜200μιη。

再者，於保護膜的表面上亦可更配置抗反射層等的機
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能層。

<實施形態2-1及2-2 >
本發明的實施形態2-1之V A(垂直配向)型液晶顯示裝 

置的特徵爲具有液晶胞、配置在該液晶胞的外側之2片偏 

光板、及配置在該液晶胞與該偏光板之間的任一側之光學

異方向性層，其中該光學異方向性層含有含內酯環的聚合 

物，該光學異方向性層的面內遲滯値Re與厚度方向的遲 

滯値Rth係滿足下述式(A)、(B):

(A) 40nm Re(5 5 0) 27 5nm

(B) 0nm Rth(5 5 0) 27 5nm
［式中，Re(5 5 0)、Rth(5 5 0)表示波長5 5 0 ( n m )的面內及厚度

方向的遲滯値(nm)］。

本發明的實施形態2-2之VA(垂直配向)型液晶顯示裝 

置的特徵爲具有液晶胞、配置在該液晶胞的外側之2片偏 

光板、配置在該液晶胞與該偏光板之間的兩側之光學異方 

向性層，其中該光學異方向性層含有含內酯環的聚合物， 

該光學異方向性層的面內遲滯値Re與厚度方向的遲滯値 

Rth係滿足下述式(C)、(D):

(C) 30nm Re(5 5 0) 80nm
(D) 75nm Rth(5 5 0)155nm。

本實施形態的光學異方向性層較佳爲由含有含內酯環

的聚合物的熱塑性樹脂組成物所構成；關於含內酯環的聚

合物，可照原樣地參照上述實施形態1-1及1-2中之含內

酯環的聚合物之說明。又，本實施形態的熱塑性樹脂組成
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物，與實施形態1-1及1-2同樣地，亦可含有其它熱塑性

樹脂及其它添加劑；關於此等，亦包含種類或含量，可照

原樣地參照上述實施形態1 -1及1 -2中的說明。

爲了滿足作爲前述光學異方向性層的條件，光學異方 

向性層較佳爲含有至少1種的遲滯展現劑。此處的遲滯展 

現劑」係在光學異方向性層的面內方向或厚度方向具有表 

現雙折射的性質之化合物。以下詳述遲滯展現劑。

［遲滯展現劑］

作爲前述遲滯展現劑較佳爲在2 5 0nm~ 3 80nm的波長範

圍具有吸收極大的極化率異方向性大之化合物。作爲前述 

遲滯展現劑，特佳可使用下述通式（I）所示的化合物。

Z3

R1

式中，X1係單鍵、-NR4-、-0-或 S-;X2係單鍵、-NR5-、 

O-或 S-; X3 係單鍵、-NR6-、-0-或 S-。又，R1、R2 及 R 

各自獨立地係浣基、烯基、芳香族環基或雜環基；R4、R 

及R6各自獨立地係氫原子、烷基、烯基、芳基或雜環基。

以下顯示前述通式（I）所示的化合物之較佳例（1-（1）〜 

IV-（IO）），惟本發明不受此等具體例所限定。
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1-(3)

CH3

1-(6)I~(5)

CH3
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1-(9) 1-(10)

1-(11) 1-(12)

Cl
I -03) I -(H)

CH3
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工―(17) 1-(18)

1-(19) I -(20)
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I -(25) 1-(26)

C4Hen
1-(28)I -(27)

COOCH.

NH

1-(31) 1-(32)
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1-(33) I -(34)

1-(36)1-(35)

I —(40)1-(39)

CHgO ΝγΝ OCH3

NH
Φ

och3
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ο ΝγΝ c

ΝΗ
ά01

I -(42)

1-(43) I -(44)

1-(50)I -(49)
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11-(1) II-⑵

CH3-O~NγΝγ }^Qhch3 CH3-Q-KTNrihQ-CH3 

Ν^Ν Ν丫 Ν

CH3

ch3

11-(3) II-⑷

CHa-^^-Ks^Ny N-^^-CHg CH3-^^-N^Ny M~^^-CH3 

N<^N N^N

NH

11-(5)

ch3-O~HYnY I：3hO~CH3
N^N

COOCgHs

11-(6)

C^sDOC -Q-aTN¥S^OHCOOC2H5

I
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π-⑺

COOCaHs

11-(8)

ΟΗ^Ο-0-«γΝγΗ-0- och3 

ΝγΝ

Λ

^^ch3

II 一⑻

ΟΗ3·^θ~Β丫 N 丫 K-^~CHs

OCH3
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111-(1) III-⑵

θ-ϋΥΝγΐί-0
N^yN Ν;γΝ

111-(3) 111-(4)

ΝγΝ Ν<γΝ

111-(6)111-(5)

ΝγΝ

ΠΙ-(7) 111-(8)

0-βγΝγ^θ

ΝγΝ
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111-(9)

ΝγΝ

111-(11)

ΝγΝ

δ

II 卜(10)

0-ΚγΝγβ-0

ΝγΝ

δ

ΙΠ-(12)

Ο-κγΝγίΐ-0

ΝγΝ

0U
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IV-(1) iv-(2)

0Η3~Ο-ΝγΝγΚ-Ο G^W~O~CH3

N<j^N CH3 N丫 N

NH^ch3

iv-(3) IV-⑷

IV-(5)

CH3~O^丫 ΝγΪ^Ο> 

NYN CH3 ΝψΝ ^CH3N<yN

NH
Φ

Νγ,

COOC2H5
IV-(6)

O-^YV^Q CHaO-nQ-^N^a-Q 

ΝγΝ CH® ΝγΝ ^ch3
NH

IV-(7)

ΝγΝ

< 

COOCsHs
IV-(8)

CHS

ΝγΝ OCHg H3°

T*

NH
acHa

HgC ΝγΝ

NH
Cldr

iv-(9) IV-<10)

Ο^-θ-ΙΙ^Ν 丫 Η~θ-ΟΟΗ3

N〜
£

COOC^Hs
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作爲前述遲滯展現劑，亦可含有下述通式（11）-1所示的

化合物中至少一種。

式（11）-1

R3

式中，L1及L2各自獨立地表示單鍵或二價連結基；A1及 

A2各自獨立地表示從-0-、-NR-（R表示氫原子或取代基） 

、-S-及-CO-所組成族群所選出的基；R1、R2及R3各自獨 

立地表示取代基；X表示第14〜16族的非金屬原子（但是 

，對X亦可鍵結氫原子或取代基）；η表示0〜2中的任一

個整數。

於前述通式（11）-1所示的化合物之中，作爲遲滯展現劑 

，較佳爲下述通式（11）-2所示的化合物。

式（11）-2

R3

通式（11）-2中，L1及L2各自獨立地表示單鍵或二價連結基 

。Α1及Α2各自獨立地表示從-0-、-NR-（R表示氫原子或取 

代基）、-S-及-CO-所組成族群所選出的基。R1、R2、R3、
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R4及R5各自獨立地表示取代基。η表示0〜2的整數。

於通式（Π）-1或（11）-2中，作爲L1及L2所表示的二價

連結基，較佳可舉出下述例。

更佳爲-0、-COO-、-OCO-。

通式（11）-1或（11）-2中，R1係取代基，於複數個存在時 

可爲相同或不同、也可形成環。作爲取代基之例，可採用

下述者。

表示鹵素原子（例如氟原子、氯原子、溴原子、碘原子） 

、浣基（較佳爲碳數1〜30的浣基，例如甲基、乙基、正1'丙 

基、異丙基、第三丁基、正辛基、2 -乙基己基）、環烷基（ 

較佳爲碳數3〜3 0的取代或未取代的環烷基，例如環己基 

、環戊基、4-正十二基環己基）、雙環烷基（較佳爲碳數5〜 

30的取代或未取代的雙環烷基，即從碳數5〜30的雙環浣 

去掉一個氫原子後的一價基。例如雙環［1，2,2］庚烷-2-基、 

雙環［2,2,2］辛烷·3-基）、烯基（較佳爲碳數2〜30的取代或 

未取代之烯基，例如乙烯基、烯丙基）、環烯基（較佳爲碳 

數3〜30的取代或未取代之環烯基，即去掉碳數3〜30的

環烯之氫原子後的一價基。例如2-環戊烯-1-基、2-環己 

烯-1-基）、雙環烯基（取代或未取代的雙環烯基，較佳爲碳 

數5〜30的取代或未取代之雙環烯基，即去掉具有一個雙 

鍵的雙環烯之氫原子後的一價基。例如雙環［2,2，1］庚-2- 

烯-1-基、雙環［2,2,2］辛-2-烯-4-基）、炔基（較佳爲碳數2〜
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3 0的取代或未取代之炔基，例如乙炔基、炔丙基）、芳基（ 

較佳爲碳數6〜3 0的取代或未取代之芳基，例如苯基、對 

甲苯基、萘基）、雜環基（較佳爲5或6員的取代或未取代 

之從芳香族或非芳香族的雜環化合物去掉一個氫原子後的 

一價基，更佳爲碳數3〜30的5或6員之芳香族雜環基。 

例如2 -呋喃基、2 -噻吩基、2 -嘧啶基、2 -苯并噻唑基）、氰 

基、羥基、硝基、羧基、烷氧基（較佳爲碳數1〜30的取代 

或未取代之烷氧基，例如甲氧基、乙氧基、異丙氧基、第 

三丁氧基、正辛氧基、2-甲氧基乙氧基）、芳氧基（較佳爲 

碳數6〜30的取代或未取代之芳氧基，例如苯氧基、2-甲 

基苯氧基、4 -第三丁基苯氧基、3 -硝基苯氧基、2 -十四醯 

基胺基苯氧基）、矽烷氧基（較佳爲碳數3〜20的矽烷氧基 

，例如三甲基矽烷氧基、第三丁基二甲基矽烷氧基）、雜環 

氧基（較佳爲碳數2〜30的取代或未取代之雜環氧基、1-苯 

基四唑-5-氧基、2 -四氫毗喃氧基）、醯氧基（較佳爲甲醯氧 

基、碳數2〜30的取代或未取代之烷基羰氧基、碳數6〜

30的取代或未取代之芳基羰氧基，例如甲醯氧基、乙醯氧

基、三甲基乙醯氧基、硬脂醯氧基、苯甲醯氧基、對甲氧 

基苯基羰氧基）、胺甲醯氧基（較佳爲碳數1〜30的取代或

未取代之胺甲醯氧基，例如N，N-二甲基胺甲醯氧基、N，N-

二乙基胺甲醯氧基、嗎啉基羰氧基、Ν,Ν-二正辛基胺基羰 

氧基、Ν-正辛基胺甲醯氧基）、烷氧基羰氧基（較佳爲碳數 

2〜30的取代或未取代烷氧基羰氧基，例如甲氧基羰氧基

、乙氧基羰氧基、第三丁氧基羰氧基、正辛基羰氧基）、芳
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氧基羰氧基（較佳爲碳數7〜30的取代或未取代之芳氧基羰 

氧基，例如苯氧基羰氧基、對甲氧基苯氧基羰氧基、對正 

十六醯氧基苯氧基羰氧基）、胺基（較佳爲、胺基、碳數1 

〜30的取代或未取代之浣基胺基、碳數6〜30的取代或未 

取代之苯胺基，例如胺基、甲基胺基、二甲基胺基、苯胺 

基、N-甲基-苯胺基、二苯基胺基）、醯基胺基（較佳爲甲醯 

胺基、碳數1〜30的取代或未取代之浣基羰基胺基、碳數 

6〜3 0的取代或未取代之芳基羰基胺基，例如甲醯胺基、 

乙醯胺基、三甲基乙醯胺基、月桂醢胺基、苯甲醯胺基）、 

胺基羰基胺基（較佳爲碳數1〜30的取代或未取代之胺基羰 

基胺基，例如胺甲醯胺基、N，N-二甲基胺基羰基胺基、 

N，N-二乙基胺基羰基胺基、嗎啉基羰基胺基）、浣氧基羰胺 

基（較佳爲碳數2〜3 0的取代或未取代烷氧基羰胺基，例如 

甲氧基羰胺基、乙氧基羰胺基、第三丁氧基羰胺基、正十 

八醯氧基羰胺基、N-甲基-甲氧基羰胺基）、芳氧基羰胺基（ 

較佳爲碳數7〜30的取代或未取代之芳氧基羰胺基，例如 

苯氧基羰胺基、對氯苯氧基羰胺基、間正辛氧基苯氧基羰 

胺基）、胺磺醯基胺基（較佳爲碳數0〜30的取代或未取代 

之胺磺醯基胺基，例如胺磺醯基胺基、Ν,Ν-二甲基胺基磺 

醯胺基、Ν-正辛基胺基磺醯胺基）、烷基及芳基磺醯胺基＜ 

較佳爲碳數1〜30的取代或未取代之烷基磺醯胺基、碳數 

6〜30的取代或未取代之芳基磺醯胺基，例如甲基磺醯胺 

基、丁基磺醯胺基、苯基磺醯胺基、2，3,5-三氯苯基磺醢 

胺基、對甲基苯基磺醯胺基）、锍基、烷硫基（較佳爲碳數
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1〜3 0的取代或未取代之烷硫基，例如甲硫基、乙硫基、 

正十六基硫基）、芳硫基（較佳爲碳數6〜30的取代或未取 

代之芳硫基，例如苯硫基、對氯苯硫基、間甲氧基苯硫基） 

、雜環硫基（較佳爲碳數2〜30的取代或未取代之雜環硫基 

，例如 2 -苯并噻唑硫基、1 -苯基四唑-5 -基硫基）、胺磺醯 

基（較佳爲碳數0〜30的取代或未取代之胺磺醯基，例如 

Ν-乙基肢磺醯基、Ν-（3-十二氧基丙基）胺磺醯基、Ν，Ν-二

甲基胺磺醯基、Ν-乙醯胺磺醯基、Ν-苯甲醯胺磺醯基、Ν- 

（Ν’-苯基胺甲醯）胺磺醯基）、磺基、烷基及芳基亞磺醯基（ 

較佳爲碳數1〜30的取代或未取代之烷基亞磺醯基、碳數

6〜3 0的取代或未取代之芳基亞磺醯基，例如甲基,亞磺醯

基、乙基亞磺醢基、苯基亞磺醯基、對甲基苯基亞磺醯基） 

、烷基及芳基磺醯基（較佳爲碳數1〜30的取代或未取代之 

浣基磺醯基、碳數6〜30的取代或未取代之芳基磺醯基， 

例如甲基磺醯基、乙基磺醯基、苯基磺醯基、對甲基苯基 

磺醯基）、醯基（較佳爲甲醯基、碳數2〜30的取代或未取 

代之烷基羰基、碳數7〜30的取代或未取代之芳基羰基， 

例如乙醯基、三甲基乙醯苯甲醯基）、芳氧基羰基（較佳爲 

碳數7〜30的取代或未取代之芳氧基羰基，例如苯氧基羰 

基、鄰氯苯氧基羰基、間硝基苯氧基羰基、對第三丁基苯 

氧基羰基）、烷氧羰基（較佳爲碳數2~ 30的取代或未取代 

烷氧羰基，例如甲氧羰基、乙氧羰基、第三丁氧羰基、正 

十八醯氧基羰基）、胺甲醯基（較佳爲碳數1〜30的取代或 

未取代之胺甲醯基，例如胺甲醯基、Ν-甲基胺甲醯基、
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N，N-二甲基胺甲醯基、Ν,Ν-二正辛基胺甲醯基、Ν-（甲基磺

醯）胺甲醯基）、芳基及雜環偶氮基（較佳爲碳數6〜30的取

代或未取代之芳基偶氮基、碳數3〜30的取代或未取代之

雜環偶氮基，例如苯基偶氮基、對氯苯基偶氮基、5 -乙硫 

基-1，3,4-噻二哇-2-基偶氮基）、醯亞胺基（較佳爲Ν-琥珀醯 

亞胺基、Ν-駄醯亞胺基）、膦基（較佳爲碳數2〜30的取代 

或未取代之膦基，例如二甲基膦基、二苯基膦基、甲基苯 

氧基膦基）、氧膦基（較佳爲碳數2~ 30的取代或未取代之 

氧膦基，例如氧膦基、二辛氧基氧膦基、二乙氧基氧膦基） 

、氧膦基氧基（較佳爲碳數2〜30的取代或未取代之氧膦基 

氧基，例如二苯氧基氧膦基氧基、二辛氧基氧膦基氧基）、 

氧膦基胺基（較佳爲碳數2〜3 0的取代或未取代之氧膦基胺 

基，例如二甲氧基氧膦基胺基、二甲基胺基氧膦基胺基）、 

矽烷基（較佳爲碳數3〜30的取代或未取代之矽烷基，例如 

三甲基矽浣基、第三丁基二甲基矽烷基、苯基二甲基矽烷 

基）。

&上述取代基之中，具有氫原子者亦可將其去掉而再 

經上述基所取代。作爲如此的官能基之例，可舉出烷基羰 

基胺基磺醯基、芳基羰基胺基磺醢基、烷基磺醯胺基羰基 

、芳基磺醯胺基羰基。作爲其例，可舉出甲基磺醯胺基羰 

基、對甲基苯基磺醯胺基羰基、乙醯胺基磺醯基、苯甲醯 

胺基磺醯基。

R1較佳爲鹵素原子、烷基、烯基、芳基、雜環基、經 

基、羧基、烷氧基、芳氧基、醯氧基、氰基、胺基’更佳
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爲鹵素原子、烷基、氰基、烷氧基。

R2、R3各自獨立地表示取代基。作爲例子，可舉出上 

述R1之例。較佳爲取代或未取代的苯環、取代或未取代的 

環己烷環。更佳爲具有取代基的苯環、具有取代基的環己 

烷環，特佳爲在第4位置具有取代基的苯環、在第4位置 

具有取代基的環己烷環。

R4、R5各自獨立地表示取代基。作爲例子，可舉出上 

述R1之例。較佳哈米特（hammett）取代基常數σρ値比0大 

的吸電子性取代基，更佳爲具有0〜1.5的σρ値之吸電子 

性取代基。作爲如此的取代基，可舉出三氟甲基、氰基、 

羰基、硝基等。又，R4與R5亦可鍵結形成環。

再者，關於哈米特取代基常數的σρ、am -例如在稻本 

直樹著「哈米特法則-構造與反應性-」（丸善）、日本化學 

會編「新實驗化學講座14有機化合物的合成與反應V」 

2605頁（丸善）、仲谷忠雄著「理論有機化學解說」217頁（ 

東京化學同人）、化學評論，91卷，第165〜195頁（1991 
年）等的出版書中有詳細的解說。

A1及A2各自獨立地表示從- O-、-NR-（R表示氫原子或 

取代基）、-S-及-CO-所組成族群所選出的基，較佳爲-0- 

、-NR-（R表示取代基，例子可舉出上述R1之例）或S-。

X表示第14〜16族的非金屬原子。但是，對X亦可鍵

結氫原子或取代基。X較佳爲=0、=S、=NR、=C（R）R（此處

，R表示取代基，例子可舉出上述R1之例）。

η表示0〜2的整數，較佳爲0、1。
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以下顯示（11）-1或（11）-2所示的化合物之具體例，惟前

述遲滯展現劑之例係不受以下的具體例所限定。關於下述

化合物，只要沒有指定，則括弧（）內的數字表示例示化合

物（X）。
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RH-
(3X(^'兄 兄1

Cs 
Ϊ

NC CN

RH

κ...0...··0«»°(>^-ο°--θ···>Ό",ικ

s\?sJ

R= -C5Hn ⑴

-c4h9 (2)

-c3h7 (3)

-C2H5 ⑷

R= _。5比1 (5)

~C4Hg ⑹

-c3h7
(7)

-c2h5 ⑻

R= 一 C5H11 ⑼

-c4h9 (10)
-c3h7 (11)

-c2h5 (12)

R« 一 C5H” (13)

-c4hs (14)

—C3H7 (15)

-CzHs (16)

R«= -CgHn (Π)

-c4h9 (IS)

-c3h7 (19)

-C2H5 (20)

R: -C5H” (21)

-C4H9 (22)

-c3h7 (23)

-c2h5 (24)

-86 -



200923504

-C5Hn (25)

-C4H9 (26)
-CgHy (27)

-c2h5 (28)

-則” (29)

-C4H3
-C3H7

-C2H5

(30)

(31)
(32)

R- (33)

-c4h9 (34)

—C3H7 (35)

-CaHs (36)

Ri HR
R= -CsH^ (37) 

-C4H9 (38)

-CsHr (39) 

-C2H5 (40)

-CsHu (41) 

-C4Hg (42) 

_c3h7 (43)

-c2H5 (44)

R= -CgH” (45) 

-C4H9 (46)

一 C3H7 (47)
-CaHs (48)
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(49)

(51)

(52)

HgOHCOCOf^CUi •O(CH2)4OCOCH=CHz

(53)

HjjOHCOCOdtCX (54)

H2C=HCOCO(H2C)4OOC1

X
>0^0-0'

COOfCH^OCOCH^Chfe (55)

X
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(64)

(65)

Η2Ο-ΗΟΟΟΟ(Η^Ο) 40OCO*-^^^0--^^*O-j--^^-0COO(CH2)40C0CH=CH2 (67)

HaCNyNCHa

ncAcn

R» -CgH” (69) 

-C4H9 (70)

_c3H7
■^Ηδ

(71)

(72)

R= —C5H” (73)

-Ο*Ηβ (74)
-CsHy (75〉

-CaHs (76)

R» (77)

-c4h9 (78)
-c3h7 (79)

-C2H5 (80)
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R苗 -C5H11 (81) 

-C4H9 (82) 
-C3H7 (83)

-c2h5 (84)

R- (85)

-C4H9 (86)
-C3H7 (87)
-c2h5 (S8)

R- -c5h” (89)
一C4H9 (90)
-c3h7 (91)
-c2h5 (92)

R= -CgHn (93)

-C4H9 (94)
-CaHy (95)

-c2h5 (96)

R= —C5H”(97)

-c4h9 (98)
-c3h7 (99)
-C2H5 (100)

r= -C5H11 (101)

-c4h9 (102)
-c3h7 (103)
-C2H5 (104)

R= _C5H11 (105)

-c4h9 (106)
-c3h7 (107)
-c2h5 (108)
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R« —CsH” (W®) 

-C4H9 (HO)

(in)

(112)

前述（11）-1或（11）-2所示的化合物之合成係可參照已知 

的方法來進行。例如，例示化合物（1）係可依照下述方案來

合成

倒示化合物（υ
前述方案中，從化合物（1 - A ）到化合物（1 - D ）爲止的合成 

’係可參照 ' “Journal of Chemical Crystallography”（1 997）; 
27（9） : ρ. 515-526中記載的方法來進行。

再者，如前述流程圖所示地，藉由於化合物（1-Ε）的四

氫呋喃溶液中添加甲磺醯氯，滴下Ν，Ν-二異丙基乙基胺及 

攪拌後，添加Ν,Ν-二異丙基乙基胺，滴下化合物（1-D）的 

四氫呋喃溶液，然後滴下Ν，Ν-二甲基胺基毗啶（DMAP）的

四氫呋喃溶液，可得到例示化合物（1）。

又，亦可使用特開2004-5 05 1 6號公報的第11〜14頁中

記載的棒狀芳香族化合物當作前述遲滯展現劑。

另外，作爲遲滯展現劑，可單獨使用一種化合物，或
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混合使用二種類以上的化合物。作爲遲滯展現劑，若使用

互相不同的二種類以上之化合物，則遲滯値的調整範圍廣

，可容易地調整到所欲的範圍，故較宜。

作爲前述遲滯展現劑，亦可含有下述通式（II）所示的化 

合物中至少一種。

通式（III）: Ar1 - L12 - X - L13 - Ar2 

上述通式（III）中，Ar1及Ar2各自獨立地爲芳香族基，

L12及L13各自獨立地表示從-O-CO-或CO-O-基中所選出的 

二價連結基，X係1，4-伸環己基、伸乙烯基或伸乙炔基。

於本說明書中，芳香族基包含芳基（芳香族性烴基）、取 

代芳基、芳香族性雜環基及取代芳香族性雜環基。

芳基及取代芳基更佳爲芳香族性雜環基及取代芳香族 

性雜環基。芳香族性雜環基的雜環一般爲不飽和。芳香族 

性雜環較佳爲5員環、6員環或7員環，更佳爲5員環或 

6員環。芳香族性雜環一般具有最多的雙鍵。作爲雜原子 

，較佳爲氮原子、氧原子或硫原子，更佳爲氮原子或硫原

子。

作爲芳香族基的芳香族環，較佳爲苯環、呋喃環、噻

吩環、毗咯環、噚哇環、噻嗖環、咪唑環、三唑環、毗啶

環、嘧啶環及毗阱環，特佳爲苯環。

於取代芳基及取代芳香族性雜環基的取代基之例中 ，

包含鹵素原子（F、Cl、Br、I）、羥基、羧基、氰基、胺基

、烷基胺基（例如甲胺基、乙胺基、丁胺基、二甲基胺基）

、硝基、磺基、胺甲醯基、浣基胺甲醯基（例如N-甲基胺
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甲醢基、N-乙基胺甲醯基、N，N-二甲基胺甲醯基）、胺磺醯 

基、烷基胺磺醯基（例如N-甲基胺磺醯基、N-乙基胺磺醯 

基、N，N-二甲基胺磺醯基）、脲基、烷基脲基（例如N-甲基 

脲基、N，N-二甲基脲基、N，N，N’-三甲基脲基）、烷基（例如 

甲基、乙基、丙基、丁基、戊基、庚基、辛基、異丙基、 

第二丁基、第三戊基、環己基、環戊基）、烯基（例如乙烯 

基、烯丙基、己烯基）、炔基（例如乙炔基、丁炔基）、醯基 

（例如甲醯基、乙醯基、丁醯基、己醯基基、月桂醯基基） 

、醯氧基（例如乙醯氧基、丁醯氧基、己醯氧基、月桂醯氧 

基基）、烷氧基（例如甲氧基、乙氧基、丙氧基、丁氧基、 

戊氧基、庚氧基、辛氧基）、芳氧基（例如苯氧基）、烷氧羰 

基（例如甲氧羰基、乙氧羰基、丙氧羰基、丁氧基羰基、戊 

氧羰基、庚氧羰基）、芳氧基羰基（例如苯氧基羰基）、烷氧 

基羰胺基（例如丁氧基羰胺基、己氧基羰胺基）、烷硫基（例 

如甲硫基、乙硫基、丙硫基、丁硫基、戊硫基、庚硫基、 

辛硫基）、芳硫基（例如苯硫基）、浣基磺醯基（例如甲基磺 

醯基、乙基磺醯基、丙基磺醯基、丁基磺醯基、戊基磺醢 

基、庚基磺醯基、辛基磺醯基）、醯胺基（例如乙醯胺基、 

丁基醯胺基、己基醯胺基、月桂基醯胺基）及非芳香族性雜 

環基（例如嗎啉基、毗阱基）。

作爲取代芳基及取代芳香族性雜環基的取代基，較佳 

爲鹵素原子、氰基、羧基、羥基、胺基、烷基取代胺基、 

醯基、醯氧基、醯胺基、浣氧羰基、烷氧基、浣硫基及烷

基。
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烷基胺基、烷氧羰基、烷氧基及浣硫基的烷基部分及 

垸基亦可更具有取代基。於烷基部分及烷基的取代基之例 

中，包含鹵素原子、羥基、羧基、氰基、胺基、浣基胺基 

、硝基、磺基、胺甲醯基、烷基胺甲醯基、胺磺醯基、烷 

基胺磺醯基、脲基、烷基脲基、烯基、炔基、醯基、醯氧 

基、醯基胺基、浣氧基、芳氧基、烷氧羰基、芳氧基羰基 

、烷氧基羰胺基、烷硫基、芳硫基、烷基磺醯基、醯胺基 

及非芳香族性雜環基。作爲烷基部分及烷基的取代基，較

佳爲幽素原子、羥基、胺基、烷基胺基、醯基、醯氧基、

醯基胺基、浣氧羰基及烷氧基。

以下顯示通式（III）所示的化合物之具體例，，惟前述遲

滯展現劑之例係不受以下的具體例所限定。
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具體例（1）〜（34）、（41）、（42）係在環己烷環的第1位置 

及第4位置具有二個不對稱碳原子。但是，具體例（1）、 

（4）〜（34）、（41）、（42）由於具有對稱的內消旋型分子構造 

，故沒有光學異構物（光學活性），而僅有幾何異構物（反式 

型與順式型）存在。以下顯示具體例（1）的反式型（Ι-trans）與 

順式型（Ι-cis）。
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(l>trans)

ό
如前述地，棒狀化合物較佳爲具有直線的分子構造。

因此，反式型係比順式型好。

具體例（2）及（3）除了具有幾何異構物，亦具有光學異構

物（合計4種的異構物）。關於幾何異構物，同樣地反式型 

係比順式型好。關於光學異構物，沒有特別的優劣，可爲 

D、L或外消旋體中任一者。

於具體例（43）〜（45）中，在中心的伸乙烯鍵有反式型及

順式型。

與上述同樣的理由，反式型係比順式型好。

作爲前述遲滯展現劑，亦較佳爲下述通式（V）所示的化

合物。

式（V）

通式（V）中，R2、R4、R5各自獨立地表示氫原子或取代 

基，R11、R13各自獨立地表示氫原子或烷基，L1、L2各自
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獨立地表示單鍵或二價連結基。Ar1 

雜環，Ar2表示芳基或芳香族雜環，η 

η種類存在的L2、Ar1係可各自相同］ 

R13係互相不同，R13所示的烷基係不'

通式（V）中，R2、R4、R5各自獨立

基。

作爲通式（V）中的R2，較佳爲氫原 

胺基、羥基，尤佳爲氫原子、烷基、 

子、浣基（較佳爲碳數1〜4，更佳爲呼 

碳數1〜12，尤佳爲碳數1〜8，更佳 

，碳數1〜4）。特佳爲氫原子、甲基、甲

作爲通式（V）中的R4，較佳爲氫原 

佳爲氫原子、烷基、烷氧基、胺基、 

、碳數1〜4的烷基、碳數1〜12的

〜12，尤佳爲碳數1〜8，更佳爲碳數 

〜4），特佳爲氫原子、碳數1〜4的娱 

氧基，最佳爲氫原子、甲氧基。

作爲通式（V）中的R5，較佳爲氫原 

、浣氧基、胺基、羥基，尤佳爲氫原 

更佳爲氫原子、浣基（較佳爲碳數1〜 

氧基（較佳爲碳數1〜12，尤佳爲碳數 

〜6，特佳爲碳數1〜4）。特佳爲氫原

最佳爲氫原子。

通式（V）中的R11、！?·13各自獨立

表示伸芳基或芳香族

表示3以上的整數， 

究不同。但是，R11、 

含有雜原子。

地表示氫原子或取代

子、烷基、烷氧基、

烷氧基，更佳爲氫原 

I基）、烷氧基（較佳爲

爲碳數1〜6，特佳爲

氧基，最佳爲氫。

子或供電子性基，尤

羥基，更佳爲氫原子 

浣氧基（較佳爲碳數1
1〜6，特佳爲碳數1

£基、碳數1〜4的烷

子、鹵素原子、烷基

子、浣基、烷氧基，

4，更佳爲甲基）、烷 

1〜8，更佳爲碳數1
子、甲基、甲氧基。

ί表示氫原子或烷基，
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R11、R13係互相不同，R13所示的烷基係不含有雜原子。

此處的雜原子表示氫原子、碳原子以外的原子，可舉

出氧原子、氮原子、硫原子、磷、砂、鹵素原子（F、C1 ' 
Br、I）、硼等。

R11、R13所示的烷基係直鏈、分枝或環狀，表示取代 

或未取代的烷基，較佳爲取代或未取代的碳數1〜30之烷 

基、碳數3〜30之取代或未取代的環烷基、碳數5〜30的 

取代或未取代的雙環烷基（即從碳數5〜30的雙環浣去掉一 

個氫原子後的一價基），而且可舉出環構造多的三環構造等

ο

作爲R11、R13所示的烷基之較佳例，可舉出甲基、乙 

基、正丙基、異丙基、正丁基、第二丁基、第三丁基、正

戊基、異戊基、正己基、正庚基、正辛基、第三辛基、2-
乙基己基、正壬基、1，1,3-三甲基己基、正癸基、2-己基癸

基、環己基、環庚基、2-己烯基、油基、亞油基、亞麻基

等。又，作爲環烷基，可舉出環己基、環戊基、4-正十二 

基環己基；作爲雙環烷基，可舉出雙環［1，2,2］庚烷-2-基、 

雙環［2,2,2］辛烷-3-基等。

作爲R11，更佳爲氫原子、甲基、乙基、正丙基、異丙 

基，特佳爲氫原子、甲基，最佳爲甲基。

作爲R13，特佳爲含有2個以上的碳原子之烷基，更佳 

爲含有3個以上的碳原子之烷基。特佳爲使用具有支鏈或

環狀構造者。

以下舉出R13所示的烷基之具體例（0-1〜0-20）來說明
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，惟本發明完全不受以下的具體例所限定。再者，於下述

具體例中，「#」意味氧原子側。

0-1 #，CW3

0-2

0-3 林 ^Hz(n)

04

Ο-δ

0-6 # /C(CH3)3

0-7
^CshMn)

井

0-β
CHa

#

09

0-10
參打（n）

0-11

0-12

0-13

0-14

0-15

Ο·1β

0-17

Ο-1Β

鬆 0-19
CzH,

番 (dc/lrans mixture)

/x^CHaC^CHiCHaJCHaCiCHgJa

CHtCKaJCHaCCCHah

/x^CHjCHzCHCCHaJCHjCHsCHa

CHjCHaCHzChtCHfCHaJCHjCHzCHg

通式（v）中的 Ar1表示伸芳基或芳香族雜環，重複單位 

中的 Ar1可皆相同或不同。又，Ar2表示芳基或芳香族雜 

環。

通式（V）中，作爲Ar1所示的伸芳基，較佳爲碳數6〜 

30的伸芳基，可爲單環，也可與其它環形成稠環。又，於 

可能的情況下，亦可具有取代基，取代基係可採用後述的 

取代基T。作爲Ar1所示的伸芳基，更佳爲碳數6〜20，特 

佳爲碳數6〜1 2，例如可舉出伸苯基、對甲基伸苯基、伸

萘基等。

通式（V）中，作爲 Ar2所示的芳基，較佳爲碳數6〜30 

的芳基，可爲單環，也可與其它環形成稠環。又，於可能

的情況下，亦可具有取代基，取代基係可採用後述的取代 

基T。作爲Ar2所示的芳基，更佳爲碳數6〜20，特佳爲碳
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數6〜12，例如苯基、對甲基苯基、萘基等。

通式（V）中，Ar1、Ar2所示的芳香族雜環，Ί

原子、氮原子或硫原子中至少一個的芳香族雜ί
5〜6員環的含有氧原子、氮原子或硫原子中至:

香族雜環。又，於可能的情況下，亦可具有取1
基係可採用後述的取代基Τ。

通式（V）中，作爲Ar1、Ar2所示的芳香族雜:

，例如可舉出呋喃、毗咯、噻吩、咪唑、毗唑 

阱、嗒阱、三唑、三阱、吲哚、咪唑、嘌呤、t
唑、噻二唑、曙哇啉、曙唑、噚二哇、唾啉、:

阱、萘啶、喹噚啉、喹唑啉、噌啉、蝶啶、吖［ 

、啡阱、四唑、苯并咪哇、苯并噚哇、苯并噻I 

唑、四氮雜茚、毗咯并三唑、毗唑并三唑等。- 

雜環，較佳爲苯并咪哇、苯并噚唑、苯并噻嗖

ο

通式（V）中，L1、L2各自獨立地表示單鍵或 

。L1、L2可爲相同或不同。又，重複單位中的 

同或不同。

作爲前述二價連結基，較佳爲-Ο-、-NR-（R 

或可有取代基的烷基或芳基）、-CO-、-SO2-、- 

、取代伸烷基、伸烯基、取代伸烯基、伸炔基;ί 

以上的此等二價基而得之基，其中較佳爲-ο
CO-、-SO2NR-、-NRSO2- ' -CONR-、-NRCO-、

OCO-、伸炔基。R較佳表示氫原子。

ϊ爲含有氧

S，較佳爲

k 一個的芳

基，取代

置之具體例

、毗啶、毗

塞唑啉、噻

笔喹啉、舦

ε、菲繞啉

坐、苯并三

乍爲芳香族

、苯并三哇

2價連結基 

L2可皆相

表示氮原子

S -、伸烷基

:組合2個

■、- N R -、-

-C Ο Ο -、及
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於本發明的通式（V）所示的化合物 

L2鍵結，但Ar1爲伸苯基時，L'-Ar1-] 

爲對位（I，4-位）的關係係特佳。

通式（V）中，η表示3以上的整數， 

爲3〜6，特佳爲3〜5。

作爲前述通式（V）所示的化合物，ί 
（V）-l及（V）-2所示的化合物。

，當 Ar1與L1及 

2及L2 —A^-L2互相

較佳爲3〜7，更佳

佳可使用下述通式

通式（V）-l中，R2、R5各自獨立地 

，R11、R13各自獨立地表示氫原子或失 

立地表示單鍵或二價連結基。Ar1表； 

環，Ar2表示芳基或芳香族雑環，η表 

種類存在的L2、Ar1可各自相同或不 

係互相不同，R13所示的烷基係不含有

通式（V）-l 中，R2、R5、R1 1 ' R13 

義，而且較佳的範圍亦同樣。又，L1、 

通式（V）中者同義，較佳的範圍亦同樣 

式（V）-2

羑示氫原子或取代基 

g基，L1、L2各自獨 

$伸芳基或芳香族雜

示3以上的整數，η 

同。但是，R11、R13 
雜原子。

係與通式（V）中者同 

L2、Ar1 ' Ar2 亦與
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通式（V）-2中，R2、R5各自獨立地表示氫原子或取代基 

，R11、R13、R14各自獨立地表示氫原子或烷基，L1、L2各 

自獨立地表示單鍵或二價連結基。Ar1表示伸芳基或芳香 

族雜環，Ar2表示芳基或芳香族雜環，η表示3以上的整數 

，η種類存在的L2、Ar1可各自相同或不同。但是，R11、 

R13係互相不同，R13所示的烷基係不含有雜原子。

通式（V）-2中，R2、R5、R11、R13係與通式（V）中者同 

義，而且較佳的範圍亦同樣。又，L1、L2、Ar1、Ar2亦與 

通式（V）中者同義，較佳的範圍亦同樣。

通式（V）-2中，R14表示氫原子或烷基，烷基較宜使用 

R11、R13之較佳例所示的烷基。作爲前述R14，較佳爲氫 

原子或碳數1〜4的烷基，更佳爲氫原子或碳數1〜3的浣 

基，特佳爲甲基。R11與R14可相同或不同，特佳爲皆是甲 

基。

又，作爲前述通式（V）-2所示的化合物，亦較佳爲通式 

（V）-2-A或通式（V）-2-B所示的化合物。

式（V）-2-A
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相同或不同。但是，R11、R13係互相不同，R13所示的烷

基係不含有雜原子。

通式（V）-2-A 中，R2、R5、R11、R13、L1、L2、Ar1、η
係與通式（V）中者同義，而且較佳的範圍亦同樣。

式（V）-2-B

通式（V）-2-B中，R2、R5各自獨立地表示氫原子或取代 

基，R11、R13、R14各自獨立地表示氫原子或烷基，L1、L2 
各自獨立地表示單鍵或二價連結基。Ar1表示ί申芳基或芳 

香族雜環，η表示3以上的整數，η種類存在的L1、Ar1可 

各自相同或不同。但是，R11、R13係互相不同，R13所示 

的烷基係不含有雜原子。

通式（V）-2-B 中，R2 ' R5 ' R11、R13、R14、L?、I?、 

Ar1、η係與通式（V）及（V）-2中者同義，而且較佳的範圍亦 

同樣。

以下說明前述取代基T。

作爲取代基T，較佳表示幽素原子（例如氟原子、氯原 

子、溴原子、碘原子）、烷基（較佳爲碳數1〜30的烷基， 

例如甲基、乙基、正丙基、異丙基、第三丁基、正辛基、 

2-乙基己基）、環烷基（較佳爲碳數3〜30的取代或未取代 

之環烷基，例如環己基、環戊基、4-正十二基環己基）、雙 

環烷基（較佳爲碳數5〜30的取代或未取代之雙環浣基，即
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從碳數5〜30的雙環烷去掉一個氫原子後的一價基。例如

雙環［1，2,2］庚烷-2-基、雙環［2,2,2］辛烷-3-基）、烯基（較

佳爲碳數2〜30的取代或未取代之烯基，例如乙烯基、烯 

丙基）、環烯基（較佳爲碳數3〜30的取代或未取代之環烯 

基，即掉碳數3〜30的環烯之氫原子後的一價基。例如2-

環戊烯-1-基、2-環己烯-1-基）、雙環烯基（取代或未取代的 

雙環烯基，較佳爲碳數5〜30的取代或未取代之雙環烯基 

，即去掉具有一個雙鍵的雙環烯之氫原子後的一價基。例 

如雙環［2,2，1］庚-2-烯-1-基、雙環［2,2,2］辛-2-烯-4-基）、炔 

基（較佳爲碳數2〜3 0的取代或未取代之炔基，例如乙炔基 

、炔丙基）、芳基（較佳爲碳數6〜3 0的取代或未取代之芳 

基，例如苯基、對甲苯基、萘基）、雜環基（較佳爲5或6 

員的取代或未取代之從芳香族或非芳香族的雜環化合物去 

掉一個氫原子後的，更佳爲碳數3〜30的5或6員的芳香 

族雜環基。例如 2-呋喃基、2-噻吩基、2-嘧啶基、2-苯并 

噻哇基）、

氰基、羥基、硝基、羧基、烷氧基（較佳爲碳數1〜30的取 

代或未取代之烷氧基，例如甲氧基、乙氧基' 異丙氧基' 

第三丁氧基、正辛氧基、2-甲氧基乙氧基）’芳氧基（較佳 

爲碳數6〜30的取代或未取代之芳氧基，例如苯氧基' 2- 

甲基苯氧基、4-第三丁基苯氧基’3-硝基苯氧基' 2-十四 

醯基胺基苯氧基）、矽烷氧基（較佳爲碳數3〜20的矽烷氧 

基，例如三甲基矽烷氧基、第三丁基二甲基矽烷氧基）、雜 

環氧基（較佳爲碳數2〜30的取代或未取代之雜環氧基'1-
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苯基四唑-5-氧基、2-四氫毗喃氧基）、醯氧基（較佳爲甲醯 

氧基、碳數2〜30的取代或未取代之烷基羰氧基、碳數6 

〜30的取代或未取代之芳基羰氧基，例如甲醯氧基、乙醯 

氧基、三甲基乙醯氧基、硬脂醯氧基、苯甲醯氧基、對甲 

氧基苯基羰氧基）、胺甲醯氧基（較佳爲碳數1〜30的取代 

或未取代之胺甲醯氧基，例如N，N-二甲基胺甲醯氧基、 

N，N-二乙基胺甲醯氧基、嗎啉基羰氧基、N，N-二正辛基胺 

基羰氧基、N-正辛基胺甲醯氧基）、浣氧基羰氧基（較佳爲 

碳數2〜30的取代或未取代烷氧基羰氧基，例如甲氧基羰 

氧基、乙氧基羰氧基、第三丁氧基羰氧基、正辛基羰氧基）

、芳氧基羰氧基（較佳爲碳數7〜30的取代或未取代之芳氧 

基羰氧基，例如苯氧基羰氧基、對甲氧基苯氧基羰氧基' 

對正十六醯氧基苯氧基羰氧基）、

胺基（較佳爲胺基、碳數1〜30的取代或未取代之烷基胺基 

、碳數6〜30的取代或未取代之苯胺基，例如胺基' 甲基 

胺基、二甲基胺基、苯胺基、N-甲基-苯胺基、二苯基胺基） 

、醯基胺基（較佳爲甲醯胺基、碳數1〜30的取代或未取代 

之烷基羰基胺基、碳數6〜30的取代或未取代之芳基羰基 

胺基，例如甲醯胺基、乙醯胺基、三甲基乙醯胺基' 月桂 

醯胺基、苯甲醯胺基）、肢基羰基胺基（較佳爲碳數1〜30 
的取代或未取代之胺基羰基胺基，例如胺甲醯基胺基' 

N，N-二甲基胺基羰基胺基、N，N-二乙基胺基羰基胺基、嗎 

啉基羰基胺基）、烷氧基羰胺基（較佳爲碳數2~ 30的取代 

或未取代烷氧基羰胺基，例如甲氧基羰胺基、乙氧基羰胺
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基、第三丁氧基羰胺基、正十八醯氧基羰胺基、N-甲基-甲 

氧基羰胺基）、芳氧基羰胺基（較佳爲碳數7〜30的取代或 

未取代之芳氧基羰胺基，例如苯氧基羰胺基、對氯苯氧基 

羰胺基、間正辛氧基苯氧基羰胺基）、胺磺醯基胺基（較佳 

爲碳數0〜3 0的取代或未取代之胺磺醯基胺基，例如胺磺 

醯基胺基、Ν,Ν-二甲基胺基磺醢胺基、Ν-正辛基胺基磺醯 

胺基）、浣基及芳基磺醯胺基（較佳爲碳數1〜30的取代或 

未取代之烷基磺醯胺基、碳數6〜30的取代或未取代之芳 

基磺醯胺基，例如甲基磺醯胺基、丁基磺醯胺基、苯基磺 

醯胺基、2，3,5-三氯苯基磺醯胺基、對甲基苯基磺醯胺基） 

、锍基、烷硫基（較佳爲碳數1〜30的取代或未取代之烷硫 

基，例如甲硫基、乙硫基、正十六基硫基）、芳硫基（較佳 

爲碳數6〜3 0的取代或未取代之芳硫基，例如苯硫基、對 

氯苯硫基、間甲氧基苯硫基）、雜環硫基（較佳爲碳數2〜 

30的取代或未取代之雜環硫基，例如2 -苯并噻嗖硫基、1- 

苯基四唑-5-基硫基）、

胺磺醯基（較佳爲碳數0〜30的取代或未取代之胺磺醯基， 

例如Ν -乙基胺磺醯基、Ν-（3-十二氧基丙基）胺磺醯基、 

Ν，Ν·二甲基胺磺醯基、Ν-乙醯胺磺醯基、Ν-苯甲醯胺磺醯 

基、Ν-（Ν’苯基胺甲醯基）胺磺醯基）、磺基、烷基及芳基亞 

磺醯基（較佳爲碳數1〜30的取代或未取代之浣基亞磺醢基

、6〜30的取代或未取代之芳基亞磺醯基，例如甲基亞磺

醯基、乙基亞磺醯基、苯基亞磺醯基、對甲基苯基亞磺醯

基）、烷基及芳基磺醯基（較佳爲碳數1〜30的取代或未取

-109-



200923504

代之烷基磺醯基、6~ 30的取代或未取代之芳基磺醯基， 

例如甲基磺醯基、乙基磺醯基、苯基磺醯基、對甲基苯基 

磺醯基）、醯基（較佳爲甲醯基、碳數2〜30的取代或未取 

代之烷基羰基、碳數7〜30的取代或未取代之芳基羰基， 

例如乙醯基、三甲基乙醯苯甲醯基）、芳氧基羰基（較佳爲 

碳數7〜30的取代或未取代之芳氧基羰基，例如苯氧基羰 

基、鄰氯苯氧基羰基、間硝基苯氧基羰基、對第三丁基苯 

氧基羰基）、浣氧羰基（較佳爲碳數2〜30的取代或未取代 

烷氧羰基，例如甲氧羰基、乙氧羰基、第三丁氧基羰基、 

正十八醯氧基羰基）、胺甲醯基（較佳爲碳數1〜30的取代 

或未取代之胺甲醯基，例如胺甲醢基、N-甲基胺甲醯基、 

Ν,Ν-二甲基胺甲醯基、Ν，Ν-二正辛基胺甲醢基、Ν-（甲基磺 

醯）胺甲醯基）、芳基及雜環偶氮基（較佳爲碳數6〜30的取 

代或未取代之芳基偶氮基、碳數3〜30的取代或未取代之 

雜環偶氮基，例如苯基偶氮基、對氯苯基偶氮基、5 -乙硫 

基-1，3,4-噻二哇-2-基偶氮基）、醯亞胺基（較佳爲Ν-琥珀醯 

亞胺基、Ν-舦醯亞胺基）、膦基（較佳爲碳數2〜30的取代 

或未取代之膦基，例如二甲基膦基、二苯基膦基、甲基苯 

氧基膦基）、氧膦基（較佳爲碳數2〜30的取代或未取代之 

氧膦基，例如氧膦基、二辛氧基氧膦基、二乙氧基氧膦基）

、氧膦基氧基（較佳爲碳數2〜30的取代或未取代之氧膦基

氧基，例如二苯氧基氧膦基氧基、二辛氧基氧膦基氧基）、

氧膦基胺基（較佳爲碳數2〜30的取代或未取代之氧膦基胺

基，例如二甲氧基氧膦基胺基、二甲基胺基氧膦基胺基）、
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矽烷基（較佳爲碳數3〜30的取代或未取代之矽烷基，例如

三甲基矽烷基、第三丁基二甲基矽烷基、苯基二甲基矽烷

基）。

於上述取代基之中，具有氫原子者亦可將其去掉而再 

經上述基所取代。作爲如此的官能基之例，可舉出烷基羰 

基胺基磺醯基、芳基羰基胺基磺醯基、烷基磺醯胺基羰基 

、芳基磺醯胺基羰基；作爲具體例，可舉出甲基磺醯胺基 

羰基、對甲基苯基磺醯胺基羰基、乙醯肢基磺醯基、苯甲

醯胺基磺醯基。

又，於取代基爲二個以上時，可爲相同或不同。又，

於可能的情況下，亦可互相連結形成環。

作爲通式（V）-2-A所示的化合物，較佳可舉出R11皆係

甲基，R2、R5皆係氫原子，R13爲具有碳原子3個以上的 

烷基，L1 係單鍵、-0。、-CO-、-NR-、-SO2NR-、-NRSO2- 

、-CONR-、-NRCO-、-COO-、及 OCO-、伸炔基（R 表示氫 

原子、可有取代基的烷基、芳基，較佳爲氫原子），L2表 

示-0-或NR-（R表示氫原子、可有取代基的烷基、芳基， 

較佳爲氫原子），Ar1係伸芳基，η係3〜6者。

以下舉出與通式（V）-2-A及（V）-2-B所示的化合物有關

的具體例來詳細說明，惟本發明完全不受以下的具體例所

限定。
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c2h5o OCzHs
A-101; R«H 
B-101; R=OCH3

Ar1Q2; R«H 
B-102; R=OCH3

A-103; R«H 
B-103; R«OCHa

A-1O4； R«H 
B-1O4； R«0CH3

A-105； R«H 
B-105； R^OCHa

C4Hj>

OCH3 HsCO

A-106; R»H 
B-106； R-OCHa

h3ChC( 〉CHj
A-107;R«H
B-107;R«OCH3

0X^7 A4 睐 R=H 
B-108；R-OCH3

^CH3 Hj|CC^
CeHuO-Q-A-O^Qj-O^QH^-o-S^Q-o-LQ-oCeH,, 

R R

A铺 R=H 
B-iOftRt^OCHa

C2H5 OCH3 CH3O ΗΛΟ

C)CH3 R

CjHs
4

Ad 10： R=H 
B-110;R»OCH3
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R»H
Β-111; R-OCHa

A-113; R=H 
B-113; R-OCHs

A-1M； R«H 
B.114;R-OCH3

A-115; R»H
B-115； R-OCHj

A-112;R«H
B-112；R=OCH3

OH HO

n ~R

A-116； R=H 
B-116；R=OCH3

A-117;R=H 
B-117； RxOCHa
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□H HO

RZ 'r
OCH3 q H,CO

R厂3 OCHa
A»124;R=H 
5-124; R>OCHa

A-125; R»H 
B-125; R*OCH3

A-12B；R=H 
B-126; R=OCH3

A-127; R=H 
B-127; R-OCHa

A-12B； R-H 
B-12e；R«OCH3

A-12A; R»H 
B-129; R-OCHa

OCjHW

A-130; R«H 
B-130; R*OCHa

A-131; R«=H 
B-131; R«=OCH3

A>132: R«H 
B-132; R=OCH,

A-133； RM4 
B-133；R=OCH3
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c-ιοί

H3C0、 0CH3 h3co och3

(I)CsH41O OCsHufl)

通式（V）所示的化合物係可藉由將取代苯甲酸 

以該取代苯甲酸與苯@衍生物或苯胺衍生物的一 

或醯胺化反應來合成，只要爲酯鍵、醯胺鍵形成 

可使用任何的反應。例如可舉出將取代苯甲酸進 

轉換成醢基鹵後，與苯酚衍生物或苯胺衍生物縮 

，使用縮合劑或觸媒將取代苯甲酸與苯酚衍生物 

生物脫水縮合的方法等。

作爲通式（V）所示的化合物之製造方法，若考 

，則較佳爲在將取代苯甲酸進行官能基轉換成酸

與苯酚衍生物或苯胺衍生物縮合的方法。

於通式（V）所示的化合物之製造方法中，作爲

，可使用烴系溶劑（較佳可舉出甲苯、二甲苯）、 

較佳可舉出二甲基醚、四氫呋喃、二噚烷等）、画 

酯系溶劑、乙腈、二甲基甲醯胺、二甲基乙醯胺 

溶劑可爲單獨或混合數種來使用，前述溶劑較佳

C-103

C-104

C-105

合成後，

般酯反應

反應，則

行官能基

合的方法

或苯胺衍

慮製程等

i基齒後，

t反應溶劑

醚系溶劑

3系溶劑、

:等。此等

;爲甲苯、
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乙腈、二甲基甲醯胺、二甲基乙醯胺。

反應溫度較佳爲0〜150 °C，尤佳爲0〜100 °C，更佳爲

0 ~ 9 0 °C '特佳爲 20 °C 〜90 °C。

又，本反應較佳爲不用鹼。使用鹼時，可爲有機鹼、 

無機鹼中任一者，較佳爲有機鹼、毗啶、3級烷基胺（較佳 

可舉出三乙胺、乙基二異丙基胺等）。

通式（V）-2-A及（V）-2-B所示的化合物係可藉由眾所周 

知的方法來合成、例如，於n = 4的化合物時，可將由具有 

下述構造體A的原料化合物與具有羥基、胺基等反應性部 

位的衍生物之反應所得到的下述中間體B2分子，以1分 

子的下述化合物C來連結而獲得。

但是，通式（V）-2-A及（V）-2-B所示的化合物之合成法

係不受此例所限定。

構造體A

式中，A表示羥基、鹵素原子等的反應性基，R11、R2 

、R13及R5係如先前記載，R4係氫原子或前述OR14所示 

的取代基。

中間體B

式中，A表示羧基等的反應性基，R11、R2、R13、R4、
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R5、Ar1及L1係如先前記載。

化合物C
B—Ar2-!-2—Ar2—Β1

式中，B及Β’表示羥基、胺基等的反應性基，Ar2及 

L2係與先前記載的Ar1、L1同義。

亦可單獨地使用前述通式（V）、（V）-l、（V）-2所示的化 

合物之一種，可混合2種類以上來使用。

作爲適用於本發明的苯并三哇系紫外線吸收劑之具體 

例，可舉出 2-（2’-羥基-5’-甲基苯基）苯并三嗖、2-（2’-羥 

基-3’，5’-二第三丁基苯基）苯并三哇、2-（2’-羥基-3’-第三丁 

基-5’-甲基苯基）苯并三唑、2-（2’-羥基-3’，5’-二第三丁基苯 

基）-5-氯苯并三唑、2-（2’-羥基-3’-（3’’，4”，5”，6”-四氫舦醯 

亞胺甲基）-5’-甲基苯基）苯并三唑、2,2-亞甲基雙（4- 
（1,1，3,3 -四甲基丁基）-6-（2H -苯并三唑-2-基）苯酚）、2-（2’- 
羥基- 3’-第三丁基- 5’·甲基苯基）-5 -氯苯并三哇、2-（2H -苯 

并三哇-2-基）-6-（直鏈及側鏈十二基）-4-甲基苯酚、辛基-3- 

［3-第三丁基-4-羥基- 5-（氯-2H-苯并三唑-2-基）苯基］丙酸酯 

與 2-乙基己基-3-［3-第三丁基-4-羥基- 5-（5-氯-2H-苯并三 

嗖-2-基）苯基］丙酸酯的混合物等，惟不受此等所限定。又 

，作爲市售品，較宜使用廷納芬（TINUVIN）109、廷納芬 

（TINUVIN）171、廷納芬（TINUVIN）3 26 （皆爲汽巴特殊化學

品（股）製）。

［可塑劑］

於前述光學異方向性層中，可添加磷酸三苯酯、磷酸
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聯苯酯等的可塑劑。

一般地，於大畫面顯示裝置中，由於傾斜方向的對比 

降低及帶色調係變顯著，故本實施形態的含光學異方向性 

層之光學薄膜（亦稱爲光學補償片）係特別適用於大畫面液 

晶顯示裝置。於用作爲大畫面用液晶顯示裝置用的光學薄 

膜時，例如較佳爲以薄膜寬度爲1 470mm以上來成形。又

，於本發明的光學薄膜中，不僅包含裁切成可照原樣地併 

入液晶顯示裝置中的大小之薄膜片態樣的薄膜，亦包含經 

由連續生產，製作成長條狀，捲繞成捲筒狀態樣的薄膜。 

後者態樣的光學薄膜，係以該狀態保管·搬運等，於實際 

倂入液晶顯示裝置中而與偏光鏡等貼合時，裁切成所欲的 

大小而使用。又，同樣地若爲由製作成長條狀的聚乙烯基 

醇薄膜等所構成的偏光鏡等，則在照長條狀原樣地貼合後 

，於實際倂入液晶顯示裝置時，裁切成所欲的大小而使用 

。作爲捲繞成捲筒狀的光學薄膜之一態樣，可舉出捲筒長 

爲2500m以上之捲繞成捲筒狀的態樣。

［偏光板］

又，本實施形態亦關於偏光板，其具有偏光鏡及在該 

偏光鏡的一面上之本發明的光學薄膜。與本實施形態中的 

光學薄膜同樣地，本發明的偏光板之態樣係不僅包含裁切 

成可照原樣地倂入液晶顯示裝置中的大小之薄膜片態樣的 

偏光板，亦包含經由連續生產，製作成長條狀，捲繞成捲 

筒狀態樣（例如捲筒長25 00m或3 900m以上）的偏光板。爲 

了作爲大畫面液晶顯示裝置用，如上述地，偏光板的寬度
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較佳爲1470mm以上。

第8圖、第9圖中顯示本實施形態的液晶顯示裝置之 

一例的示意模型圖。VA模式液晶顯示裝置係具有液晶胞 

LC(由上側基板1、下側基板3及液晶層5所構成)、以及 

扶持液晶胞LC而配置的一對上側偏光板Ρ 1及下側偏光板 

P2。再者，偏光膜一般係作爲兩表面具有保護膜的偏光板 

而倂入液晶顯示裝置中，但於第8圖、第9圖中，爲了圖 

面的簡單化，省略偏光膜的外側保護膜。偏光板Ρ 1及P2 

各具有偏光膜8a及8b，其吸收軸9a及9b係在互相正交 

的方向中配置。液晶胞LC係VA模式的液晶胞，黑顯示 

時液晶層5成垂直配，向。上側基板1與下側基板3在各自

的內面具有配向膜(未圖示)及電極層(未圖示)，而且於觀 

察者側的基板1之內面具有彩色濾光層(未圖示)。

於上側基板1與上側偏光膜8a之間、及下側基板3與

下側偏光膜8 b之間，分別配置有前述本實施形態的光學 

異方向性層1 0 a及10b。

實施形態 2- 1的第 8圖之光學異方向性層1 Ob的 

Re(5 5 0 )及Rth(5 5 0)係滿足下述式(A)及(B)，光學異方向性 

層10b的面內遲相軸1 lb係與下側*偏光膜8b的吸收軸9b 

成正交地配置。即，光學異方向性層10b係各遲相軸成正

交地配置。

(A) 40nm Re(550)^ 2 7 5 nm

(B) 0nm Rth(5 5 0) 27 5nm

以，光學異方向性層10a的面內遲滯値較佳係實質上
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爲Onm，厚度方向的Rth較佳爲0〜350nm。此處，可調換

10a與10b的位置而毫無問題。

實施形態2-2的第9圖之光學異方向性層10a與10b係 

各自滿足（C）及（D），光學異方向性層10a、10b的面內遲相 

軸11a、1 1 b係與上側偏光膜8a及下側偏光膜8b的吸收軸 

9a、9b成正交地配置。即，光學異方向性層10a及10b係

各遲相軸成交地配置。

（C） 30nm Re（550）^ 8 0 n m

（D） 75nm Rth（5 5 0） 1 5 5nm

於本實施形態中，Re（5 5 0）較佳爲 30〜80nm，更佳爲 

40 ~ 70nm :而且相位差膜的Rth（5 5 0）較佳爲70〜155nm，

更佳爲80〜130nm。

本實施形態的液晶顯示裝置，由於是VA（垂直配向）型 

液晶顯示裝置，因此述藉由相位差（Re、Rth）而有效於傾斜 

視野的光學補償效果的。於VA模式之中，若爲將一畫素 

分割爲複數的區域之稱爲多域的構造，上下左右的視野角 

特性係被平均化，可提高顯示品質而較宜（於上述實施形態 

1 -1、1 - 2中亦同樣）。

本實施形態的液晶顯示裝置，依照驅動方法，有適用 

於如TFT（薄膜電晶體）或MIM（金屬絕緣體金屬）的使用3

端子或2端子半導體元件的主動矩陣液晶顯示裝置與稱爲

時間分割驅動的STN型所代表的被動矩陣液晶顯示裝置之

態樣，本發明在任一者中皆有效（於上述實施形態1 - 1、1 -2

中亦同樣）。
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本實施形態的光學薄膜之相位差的入射角依賴性小 ，

入射角0°的每ΙΟΟμιη的相位差R0與入射角40°的厚度每

ΙΟΟμιη的相位差R40之差（R 4 0 - R 0 ）較佳爲20nm以下，更

佳爲1 0 n m以下。

本實施形態的光學薄膜之膜厚較佳爲1 μπι以上且小於 

500μιη，更佳爲ΙΟμπι以上且小於300μπι。膜厚比Ιμιη還

薄的光學薄膜係不宜，因爲缺乏強度，進行拉伸時容易發 

生斷裂。

本實施形態的光學薄膜之製造方法係沒有特別的限定

，例如可以藉由習知的混合方法，將含內酯環的聚合物與 

其它熱可塑樹脂或其它添加劑等混合，預先成爲熱塑性樹 

脂組成物，然後製造光學薄膜。該熱塑性樹脂組成物的製 

造方法，例如可採用藉由勻漿機（omnimixer）等的混合機來 

摻合後，將所得到的混合物擠出混煉的方法。於此情況下 

，擠出混煉時所用的混煉機係沒有特別的限定，例如可使 

用單軸擠壓機、二軸擠壓機等的擠壓機或加壓捏合機等習

知的混煉機。

作爲薄膜的成形方法，可舉出溶液流鑄法（溶液流延法） 

、熔融擠出法、壓延法、壓縮成形法等、眾所周知的薄膜 

成形方法。於此等之中，較佳爲溶液流鑄法（溶液流延法） 

、熔融擠出法。於此情況下，可使用如前述地經預先擠出 

混煉的熱塑性樹脂組成物，也可在將含內酯環的聚合物與 

其它熱可塑樹脂或其它添加劑等，分別溶解於溶液中而成 

爲均勻混合液後，供應給溶液流鑄法（溶液流延法）或熔融
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擠出法的薄膜成形步驟。

作爲溶液流鑄法（溶液流延法）所使用的溶劑，例

出氯仿、二氯甲烷等的氯系溶劑；甲苯、二甲苯、

此等的混合溶劑等芳香族系溶劑；甲醇、乙醇、異

正丁醇、2 -丁醇等的醇系溶劑；甲基溶纖劑、乙基

、丁基溶纖劑、二甲基甲醯胺、二甲亞颯、二噚浣 

酮、四氫呋喃、丙酮、甲基乙基酮（MEK）、醋酸乙

乙基醚等。此等溶劑可僅使用1種，也可倂用2種. 

作爲用於進行溶液流鑄法（溶液流延法）的裝置，

舉出筒式流延機、帶式流延機、旋塗機等。

作爲熔融擠出法，可舉出T模頭法、吹.塑法等

況下的薄膜之成形溫度較佳爲150〜3 5 0°C，更佳爲 

3 00 °C。以上述T模頭法來進行薄膜成形時，在眾 

的單軸擠壓機或二軸擠壓機的前端部安裝T模頭， 

成薄膜狀的薄膜捲繞，可得到捲筒狀的薄膜。於此 

，藉由適宜調整捲繞輥的溫度，在擠出方向施加拉 

可能成爲一軸拉伸步驟。又，於與擠出方向呈垂请 

中施加拉伸薄膜的步驟，亦可能施加逐次二軸拉僻 

二軸拉伸等的步驟。

本實施形態的光學薄膜較佳爲進行用於展現遲 

拉伸。該情況可爲一軸拉伸薄膜，也可爲2軸拉作 

於成爲2軸拉伸薄膜時，可爲同時2軸拉伸者，ti 

2軸拉伸者。於2軸拉伸時，可提高機械強度，S 
性能。本發明的光學薄膜，經由混合其它熱塑性植

如可舉

苯、及

丙醇、

溶纖劑

、環己

酯、二

义上。

例如可

，該情

200〜

所周知

將擠出

情況下

伸，亦

的方向

、同時

滯値的

薄膜。

可逐次

:高薄膜

脂，貝[]
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即使進行拉伸也可抑制相位差的增大，可 

性。

又，本實施形態之含有含內酯環的聚 

向性層，較佳爲至少一個方向被拉伸，藉 

。此處，拉伸時的拉伸倍率較佳爲1.3〜5 
倍率30%〜400%) >藉此尤其可得到所欲的 

［液晶顯示裝置］

本實施形態的光學補償片及偏光板係

的液晶表示裝置。又，亦可用於透射型、

型中任一種的液晶顯示裝置。

實施例 >

以下舉出實施例與比較例來更具體地

徴。以下實施例中所示的材料、使用量、

、處理程序等，只要不脫離本發明的宗旨

。因此，本發明的範圍在解釋上應不受下

限定。

第3圖中顯示本發明的實施形態1 -1及 

示裝置之實施例的構成示意圖。第3圖穿 

Alignment，垂直配向)型液晶顯示裝置係 

側具有電極的對向配置之一對基板105 - 1

基板之內側含有液晶性分子的液晶層106 
，具有一對偏光板，該偏光板具有夾持該 

偏光膜102 - 110與在該偏光膜的至少一 

膜101· 111。又，於該液晶層與該一對偏

保持光學等方向

合物之光學異方

此可賦予相位差 

倍(相當於拉伸

相位差。

可用於各種模式

反射型及半透射

說明本發明的特

比例、處理內容

，則可適宜變更

所示的具體例所

1-2中的液晶顯 

jj VA( : Vertical

具有由在至少一

［07、與在該一對

所構成的液晶胞

液晶層而配置的

面上設置的保護

光板的至少一側
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之間，亦可具有光學異方向性層104· 108。液晶層1 06內

的液晶分子在無施加電壓時，即黑顯示時，係對基板面呈

垂直配向。若施加電壓，則液晶分子傾斜，透過率上升。

第4圖顯示第3圖的示意截面圖，以下說明的實施例 

及比較例的層構成係以其爲根據。而且，於第4圖及以後 

說明的第5圖〜第7圖中，在上側偏光板外側保護膜101 

之上，圖示表面層（表面FILM），此顯示本發明中的薄膜積 

層體之一實施形態，但亦可不設置表面層（表面FILM），實 

際上在實施例及比較例中，沒有設置如此的表面層（表面 

FILM）。於藉由干渉式膜厚計來測定，結果上側·下側偏 

光板外側保護膜（相當於構件101、111）的厚度爲80μιη ＞ 

上側·下側偏光板偏光膜（相當於構件102、1 10）的厚度爲 

25μπι，支持體（相當於構件103、109）的厚度爲80μΙη，上 

側·下側光學異方向性層（相當於構件104、108）的厚度爲 

8 0 μ m。

＜關於實施例及比較例中的各層＞

（1）作爲上側·下側偏光板外側保護膜的內酯薄膜（含有熱 

塑性樹脂組成物的薄膜，該熱塑性樹脂組成物含有含環的 

聚合物）（後述實施例1-1〜1-4及比較例1-6〜1-8所使用）

依照國際公開 W02006/025445 A1 的［0 2 3 0 ］〜［0 2 3 2 ］中

記載的合成方法，得到含內酯環的聚合物之丸粒。接著，

使用具有的螺桿之二軸擠壓機，將該丸粒從寬度

200mm的衣架型T模頭熔融擠出，製作當作上側·下側偏

光板外側保護膜的內酯薄膜（厚度80μπι） ο
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（2） 作爲支持體的內酯薄膜（後述實施例1-2、1-3、1-5〜1-8 

、比較例1-2、1-3、1-5〜1-8、實施例2-1〜2-3及實施例 

3 -1〜3 - 3所使用）

藉由與上述之作爲上側·下側偏光板外側保護膜的內 

酯薄膜之製造方法同樣的方法，製作當作支持體的內酯薄 

膜（厚度80μπι） ο

（3） 作爲上側·下側偏光板外側保護膜的TAC薄膜（後述實 

施例1 - 1〜1 - 3、比較例1 -1〜1 - 3、1 - 5〜1 - 8、實施例2 -1〜

2-3、比較例2-1〜2-3、實施例3-1〜3-3及比較例3-1〜3-

3所使用）

使用Fujitec TD80UL（富士軟片株式會社製）（厚度80μιη）
ο

（4） 作爲支持體的TAC薄膜（後述實施例1-1〜1-4、1-6、比 

較例1 - 1〜1 - 4、1-6 ' 1-7 '實施例2 - 1、2-2 ＞比較例2 -1〜

2-3 ＞實施例3 -1、實施例3 - 2及比較例3 -1〜3 - 3所使用） 

使用Fujitec TD80UL（富士軟片株式會社製）（厚度80μπι）
ο

（5） 作爲光學異方向性層的TAC薄膜（後述實施例1-1〜1-8 

、及比較例1 -1〜1 - 8 ）
使用依照特開200 1 -249223號公報的［0 0 3 9 ］〜［0 0 4 3 ］所 

製作的乙酸纖維素薄膜（厚度80μπι）。

（6） 作爲光學異方向性層的塗布層（後述實施例2-1〜2-3、

及比較例2 -1〜2 - 3 ）

使用依照特開平6-2141 16號公報的［008 5］［實施例2］所
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製作的液晶溶液（SE-1）之經光照射的硬化層當作塗布層。

（7）作爲光學異方向性層的聚醯亞胺層（後述實施例2-1〜2- 
3、及比較例2-1〜2-3）

使用依照特開2005-20 8 6 76號公報的［0 0 8 7 ］（實施例1） 
所製作的聚醯亞胺層。

＜光學補償片的製造方法＞

於實施例1-1〜1-8及比較例1-1〜1-8中，光學補償片 

係藉由在支持體上，以聚乙烯醇（Kuraray製Ρ V A -1 1 7 Η） 3 % 
水溶液當作接著劑，黏貼光學異方向性層用的薄膜而得。

於實施例2-1〜2-3中，在作爲支持體的內酯薄膜上設

有當作光學異方向性層的塗布層之光學補償片，係藉由將 

特開平6-214116號公報的［008 5 ］［實施例2］之支持體的聚

對舦酸乙二酯薄膜換成如上述製作的當作支持體之內酯薄

膜而得。

於比較例2-1〜2-3中，在作爲支持體的TAC薄膜上設

有當作光學異方向性層的塗布層之光學補償片，係藉由將 

特開平6-214116號公報的［00 85］［實施例2］之支持體的聚 

對酞酸乙二酯薄膜換成如上述當作支持體的TAC薄膜而得

ο

於實施例3-1〜3-3中，在作爲支持體的內酯薄膜上設

有當作光學異方向性層的聚醯亞胺層之光學補償片，係藉

由將特開2005 -20 8676號公報的［0087］（實施例1）之支持體

的TAC薄膜換成如上述製作的當作支持體的內酯薄膜而得
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於比較例3-1〜3-3中，在作爲支持體的TAC薄膜上設 

有當作光學異方向性層的聚醯亞胺層之光學補償片，係藉 

由將特開2005 -208676號公報的［008 7］（實施例1）之支持體 

的TAC薄膜（UZ-TAC;富士軟片株式會社製）換成上述當 

作支持體的TAC薄膜（Fujitec TD80UL :富士軟片株式會 

社製）而得。

＜偏光板的製造方法〉

對如上述所製作的偏光板外側保護膜及光學補償片的 

支持體側之面，分別進行鹼皂化處理。又，關於實施例2- 
1、2-2及比較例2-1、2-2（參照第6圖）及實施例3-1、3-2 
以及比較例3-1、3,2（參照第7圖）所使用的“不設有光學異 

方層的支持體（以下僅稱爲支持體）”，係將該支持體鹼皂化 

處理。

更具體地，將此等保護膜/光學補償片/支持體浸漬在

5 5 °C、1 . 5當量的氫氧化鈉水溶液中2分鐘，在室溫的水

洗浴槽中洗淨，使用30 °C、0.1當量的硫酸來中和。接著 

，再度在室溫的水洗浴槽中洗淨，再藉由100 °C的溫風進

行乾燥。

另一方面，將厚度80 μπι的捲筒狀聚乙烯醇薄膜在碘水 

溶液中連續拉伸5倍，進行乾燥而得到厚度20μπι的偏光

膜。

以聚乙烯醇（Kuraray製Ρ V A - 1 1 7 Η） 3 %水溶液當作接著

劑，對經鹼皂化處理的偏光板外側保護膜、與經鹼皂化處 

理的光學補償片或支持體，以它們的皂化面成爲偏光膜側
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的方式，將偏光膜挾持在其間而貼合，以分別製

ο

＜光學特性評價〉

於後述實施例2-1〜2-3、比較例2-1〜2-3、實;J 
〜3-3及比較例3-1〜3-3中，Re及Rth的値係藉往 

折射計（KOBRA 21ADH，新王子計測器（股）製）的相 

定之標準模式來測定。Rth係以平均折射率爲1.48
ο

對自所製作的光學補償片（於支持體103、1091 
學異方向性層104、108者）之兩端去除25mm的苗 

寬度方向以10mm間隔，在長度方向中1 000mm J； 
間隔測定Re、Rth，算出平均値。結果實施例2- 1。

用的上述光學補償片之支持體的Re爲3nm，Rth

。又，實施例3-1〜3-3所用的上述光學補償片之3 

Re爲3 nm ＞ Rth爲52nm。另一方面，比較例2-1、

用的上述光學補償片之支持體的Re爲3nm - Rth

。又，比較例3-1〜3-3所用的上述光學補償片之3 
Re 爲 3 nm ' Rth 爲 52nm。

＜顯示特性的評價〉

對所製作的液晶顯示裝置，使用測定機（EZ- 
160D, ELDIM公司製），測定黑顯示與白顯示的全 

角之亮度。正面對比（正面CRMS將液晶顯示裝置6 

向之白亮度除以黑亮度而得之値。再者，表1-1 
各實施例及各比較例的黑亮度之値。

ί偏光板

艇例3 -1

3自動雙

!位差測

來算出

L設有光

3分，在

■X 10mm
、2 - 3 所

爲 5 2 nm

ί持體的

〜2-3所

爲 5 2nm

ί持體的

Contrast

ί位視野

勺垂直方

户亦顯示
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＜顯示性能的濕度依賴性〉

將所製作的液晶顯示裝置放置在25°C 60%RH的環境下

72小時後，使用上述測定機來測定黑亮度。

接著，在25°C 10%RH的環境下放置72小時後，使用

上述測定機來測定黑亮度。

以2 5 °C 60%RH的環境下測定的黑亮度當作基準，藉由 

算出25 °C 10%RH的環境下測定的黑亮度之變化率，評價 

顯示性能的濕度變化。

更具體地，顯示性能的濕度變化係求得下式所算出的

變化率，依照下述基準，進行評價。

「變化率（％）」=（「2 5 °C 10%RH的環境下放置72小時後的 

液晶顯示裝置之黑亮度」/「25°C60%RH的環境下放置 

72小時後的液晶顯示裝置之黑亮度」-1）x100

☆: 小於1 0 %◎::1 0 %以上、 小於 2 0%ο ::2 0 %以上、 小於 25%Δ ::2 5 %以上、 小於 3 0%X ::3 0 %以上

[實施例1-1〜1-8]
第5圖中顯示在從液晶胞看在最靠近光源側使用內酯 

薄膜的液晶顯示裝置之層構成。光學異方向性層中皆使用 

上述的TAC薄膜。

剝離VA模式的液晶TV（LC30-ADl, Sharp（股）製）的面

板之表裏的偏光板（含光學補償片），以偏光板的透過軸成
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爲畫面的垂直方向之方式，將所製作的偏光板黏貼在視覺

辨識側，以偏光板的透過軸成爲畫面的水平方向之方式，

將所製作的偏光板黏貼在光源側。

[比較例1 -1〜1 - 8 ]

第5圖中顯示在偏光板的光源側使用TAC薄膜的液晶 

顯示裝置之層構成。光學異方向性層中皆使用TAC。與實 

施例1同樣地，將偏光板黏貼在VA液晶面板上。

[實施例2-1〜2-3]
第6圖中顯示在顯示面側及光源側中至少一側，使用

在內酯薄膜上設有當作光學異方向性層的塗布層之薄膜的

液晶顯示裝置之層構成。與實施例1同樣地，將偏光板黏 

貼於VA液晶面板。

[比較例2-1〜2-3]
第 6圖中顯示在顯示面側及光源側中至少一側，使用 

在TAC薄膜上設有當作光學異方向性層的塗布層之薄膜的 

液晶顯示裝置之層構成。與實施例1同樣地，將偏光板黏 

貼於VA液晶面板。

[實施例2-1〜2-3]
第7圖中顯示在顯示面側及光源側中至少一側，使用 

在內酯薄膜上設有當作光學異方向性層之含聚醯亞胺的層 

之薄膜的液晶顯示裝置之層構成。與實施例1同樣地，將 

偏光板黏貼於VA液晶面板。

[比較例2-1〜2-3]
第7圖中顯示在顯示面側及光源側中至少一側，使用
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醯亞胺的層

同樣地，將

在TAC薄膜上設有當作光學異方向性層之含聚

之薄膜的液晶顯示裝置之層構成。與實施例1 
偏光板黏貼於VA液晶面板。

表1-1中顯示以上的結果'

可知於內酯薄膜在液晶胞的光源側之偏光

用之液晶顯示裝置中，正面對比更高，在25 °C 
環境下及25°C 60%RH的環境下之顯示性能差

用比較例之薄膜的情況優異。再者，表1 -1中

外側”、“內側”及“光學異方向性層”係分別對應 

第5圖的構件111、構件109及構件108，顯示

、“內側”及“光學異方向性層”係分別對應於構 

件103及構件104。又，表中的係意味沒有

構件。

板的更多使 

:10%RH 的

異小，比使

，光源側的“

於第4圖及

面的“外側r 

件101 、構

設置對應的
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（表 1-1）

黑亮度 變化率

液晶顯示裝置的層構成

光源側 顯示面側

實施例1-1

光學異方向性層

TAC

光學異方向性層^ 

TAC

實施例1-2 1 TAC TAC

實施例1-3 TAC TAC

實施例1-4
f
L』 TAC TAC 1

實施例1-5
t

r j J之; TAC TAC

實施例1-6 ί ΐ」 TAC TAC

實施例1-7
ΐ 土

TAC TAC

實施例1-8 k 、rl··

:i........................

Mr
....!. .... ■·.. ,.11 TAC TAC

比較例1-1 TAC TAC TAC

比較例1-2 TAC
1 j

TAC TAC

比較例1-3 TAC TAC TAC

比較例1-4 TAC TAC TAC

比較例1-5 TAC
f .......■·,

TAC TAC

比較例1-6 TAC
r η

TAC TAC

比較例1-7 TAC TAC TAC

比較例1-8 TAC
■- Ί

t ! J
L 一 J TAC TAC

0.55

0.51

0.52

0.54

0.48

0.50

0.51

|r " 
J*（ r

Ιί Ί

0.55

0.56

0.52

22%

13%

16%

20%

7%

11%

13%

4%

33%

24%

27%

31%

18%

22%

24%

16%

顯示性能 

濕度變化
正面

CR

655

706

692

667

750

720

706

766

600

643

632

610

679

655

643

692

Ο
◎

◎

ο

☆

◎

◎

☆

χ

Ο
Δ

χ

◎

Ο
Ο
◎

實施例2-1 TAC
厂！ 
ί 1 塗布層 一 TAC TAC 0.57 27% Δ 632

實施例2-2 TAC TAC —— 塗布層
卜卜'

TAC 0.58 29% Δ 621

實施例2-3 TAC
-1 
［处］ 塗布層 塗布層

f - --j.
TAC 0.54 20% O 667

比較例2-1 TAC TAC 塗布層 一 TAC TAC 0.61 36% X 590
比較例2-2 j TAC

TAC —— 塗布層 TAC TAC 0.61 36% X 590
比較例2-3 1 TAC

TAC 塗布層 塗布層 TAC TAC I 0.62 38% X 581

實施例3-1 TAC 10 聚麵胺層 一 TAC TAC 0.57 27% Δ 632

實施例3-2 TAC TAC 一 聚醢亞胺層 國 TAC 0.58 29% Δ 621

實施例3-3

比較例3-1

TAC ■ 聚醯亞胺層 聚醢亞胺層 TAC 0.54 20% O 667

TAC TAC 聚醯亞胺層 一 TAC TAC 0.61 36% X 590

比較例3-2 TAC TAC 一 聚醯亞胺層 TAC TAC 0.61 36% X 590

比較例3-3 TAC TAC 聚醢亞胺層 聚酪亞胺層 TAC TAC 0.62 38% X 581
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接著，說明對應於本發明的實施形態2-1及2-2的實施

例。

［含內酯環的聚合物］

依照國際公開 W02006/025445 A1的［0 2 3 0 ］〜［0 2 3 2 ］中 

記載的合成方法，得到含內酯環的聚合物。

［實施例101〜109的光學補償薄膜之製作］

以成爲表2-1中記載的比例，混合各成分以調製內酯溶 

液。表2-1的磷酸三苯酯、磷酸聯苯酯、遲滯展現劑之値 

係以上述含內酯環的聚合物爲100質量份時的値(單位爲質 

量份)。又，於此等中混合當作溶劑的各43 0質量份的二氯 

甲浣、64質量份的甲醇。對此等所調製的內酯溶液，使用 

帶式流延機來流延，從帶子剝離所得到的料片，然後在 

120 °C的條件下，於TD方向中以表2-1記載的拉伸率拉伸

後，進行乾燥，製作表 2-1 記載的各膜厚及 

Re(5 5 0)/Rth(5 5 0)的當作光學異方向性層之光學補償薄膜 

101〜109。表2-1記載的遲滯展現劑係各自爲以下的構造

式所示之物質，表2-2亦同樣。

(遲滯展現劑
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［比較例201〜208的光學補償薄膜之製作］

以成爲表2-2中記載的比例之方式，混合各成分以調製

內酯溶液。表2-2的磷酸三苯酯、磷酸聯苯酯、遲滯展現劑 

之値係以上述含內酯環的聚合物爲100質量份時的値(單位爲 

質量份)。又，於此等中混合當作溶劑的各43 0質量份的二氯 

甲烷、64質量份的甲醇。對此等所調製的內酯溶液，使用帶 

式流延機來流延，從帶子剝離所得到的料片，然後在120°C 
的條件下，於TD方向中以表2-2記載的拉伸率拉伸後，進 

行乾燥，製作表2-2記載的各膜厚及Re(5 5 0)Rth(5 5 0)的當作 

光學異方向性層之光學補償薄膜201〜208。

［比較例209〜2 10的光學補償薄膜之製作］

以成爲表2-2中記載的比例之方式，混合各成分以調製 

醯化纖維素溶液。表2-2的磷酸三苯酯、磷酸聯苯酯、遲滯 

展現劑之値係以醯化纖維素爲1 00質量份時的値(單位爲質量 

份)。又，於此等中混合當作溶劑的各43 0質量份的二氯甲烷 

、64質量份的甲醇。對此等所調製的醯化纖維素溶液，使用 

帶式流延機來流延，從帶子剝離所得到的料片，然後在1 2 0 

°C的條件下，於T D方向中以表2記載的拉伸率拉伸後，進 

行乾燥，製作表2-2記載的各膜厚及Re(5 5 0)Rth(5 5 0)的當作 

光學異方向性層之光學補償薄膜209〜210。
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［實施例的偏光板101〜109及比較例的偏光板201〜210之

製作］

對作爲支持體的上述所製作之各光學補償薄膜進行鹼 

皂化處理。更具體地，將此等光學補償薄膜浸漬在55°C、 

1.5當量的氫氧化鈉水溶液中2分鐘，在室溫的水洗浴槽 

中洗淨，使用30 °C、0.1當量的硫酸來中和。接著，再度 

在室溫的水洗浴槽中洗淨，再藉由100 °C的溫風進行乾燥

ο

另一方面，將厚度80μπι的捲筒狀聚乙烯醇薄膜在碘水 

溶液中連續拉伸5倍，進行乾燥而得到厚度2 0 μπι的偏光 

膜。 »

以聚乙烯醇（Kuraray製P V A -1 1 7 Η） 3 %水溶液當作接著

劑，準備前述鹼皂化處理的各光學補償薄膜及上述同樣鹼 

皂化處理的Fujitec TD80UL（富士軟片公司製），以它們的

皂化面成爲偏光膜側的方式，將偏光膜挾持在其間而貼合 

，以分別製作偏光板101〜109及201〜210，其中各薄膜

與TD80UL成爲偏光膜的保護膜。

［本發明的LCD101〜109及比較例的LCD201〜210之製作］ 

使用2片所製作的各偏光板，剝離市售的VA型液晶

TV（LC42RX1W Sharp（股）製）之表裏的偏光板及光學異方向 

性層，以保護膜成爲外側的方式，將所製作的各偏光板黏 

貼於液晶胞，分別製作VA型液晶顯示裝置101〜109及 

201〜210。於配置偏光板時，以視覺辨識側的偏光板之吸

收軸成爲畫面之水平方向，背光側的偏光板之吸收軸成爲
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畫面的垂鉛直方向之方式，進行黏貼。

［黑顯示性能及黑顯示性能的濕度依賴性（黑顯示性能變動）］ 

（黑顯示性能） 將所製作的VA型液晶顯示裝置在25°C
60%RH的環境下放置72小時後（相當於表2-3的“初期性能 

”），成爲黑顯示，藉由BM-5A（Topcon公司製）來測定與正 

面與傾斜方向（極角60度、方位角0〜3 60度（每隔5度）） 

的顯示性能，算出正面與傾斜的黑色調變化Δυ’ν’成爲最 

大的角度、及傾斜方向的亮度，當作判斷基準，將市售品 

同等以下（黑色調變化（△ u’v’）： 0.06以下、傾斜方向的黑 

亮度洩漏3［cd/m2］以下）時當作可容許，將不滿足任一者時 

當作不可容許。

此處，黑色調變化△ u’v’係根據下式來算出。

△ W = Z（（U’傾斜-u’正面）2+ （ν'傾斜-V’正面）2）

此處，「U’正面（傾斜）」及「V’正面（傾斜）」分別表示 

正面（傾斜）方向的色調（CIE1976u’v’色度圖）。

Ο :黑色調變化、黑亮度洩漏皆可容許 

X:黑色調變化或黑亮度洩漏係不可容許 

（黑顯示性能變動）

接著，將VA型液晶顯示裝置在2 5 °C 10%RH的環境下 

放置72小時後（相當於表2-3的“變動後”），確認黑顯示性 

能，以上述同樣的判斷基準爲根據來確認濕度是否導致顯 

示性能的變動。

Ο :黑色調變化、黑亮度洩漏的變動係可容許 

X :黑色調變化或黑亮度洩漏的變動係不可容許
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表2-3中顯示此等的結果。由此結果可知，於使用本

發明的內酯薄膜當作光學補償薄膜的液晶顯示裝置中，黑

顯示性能佳，不拘於濕度的安定性能，係比使用比較例的

薄膜之情況優異。

表2-3 . 黑顯示性能與濕度所致的黑顯示性能變動

變動後（在25°C10%RH下 
放置72小時後）

初期性能

黑顯不
性能

黑顯不 
性能變動

傾斜方向的 
色調變化

傾斜方向的 
黑亮度洩漏

傾斜方向的 
色調變化

傾斜方向的 
黑亮度洩漏

實施例101 ο ο 0.05 2.8 0.053 2.7
實施例102 ο ο 0.03 1.8 0.04 2
實施例103 ο ο 0.02 1.5 0.03 1.6
實施例104 ο ο 0.04 1.8 0.045 1.7
實施例105 Ο ο 0.05 2.5 0.04 2.5
實施例106 ο ο 0.04 2.8 0.045 3
實施例107 ο ο 0.04 2 0.04 2.2
實施例108 ο ο 0.03 1.5 0.035 1.8
實施例109 ο ο 0.04 2 0.04 2.3
............
比較例201 X ο 0.04 5.5 0.03 5.8
比較例202 X ο 0.06 7.2 0.07 7.4
比較例203 X ο 0.02 9.3 0.02 9.1
比較例204 X ο 0.02 15 0.02 14.5
比較例205 X ο 0.07 4.1 0.08 4.6
比較例206 X ο 0.05 5 0.05 4.7
比較例207 X ο 0.03 5.5 0.04 5.8
比較例208 X ο 0.04 6.2 0.04 6.5
比較例209 ο X 0.02 1.4 0.04 5
比較例210 ο X 0.03 1.6 0.05 5.5

產業上的利用可能性

依照本發明的一實施形態，可提供光學性能的環境依 

賴性，尤其濕度依賴性小，而且正面對比優異，以及耐久
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性優異的·液晶顯示裝置。又，依照本發明的另一實施形態

，可提供在廣範圍的視野角中可顯示高對比的影像，且減

輕色移（從傾斜方向觀看時的色調變化）的V A模式液晶顯

示裝置。而且，依照此實施形態，本發明的液晶顯示裝置

係可藉由簡便的方法來製造。

雖然已詳細地且參照特定的實施態樣來說明本發明 ， 

惟在不脫離本發明的精神與範圍內，可加以各式各樣的變 

更或修正，此爲熟習該項技術者所可明瞭。

本申請案係以2007年9月28日申請的日本申請案（特 

願 2007 -25 6 8 1 9 及特願 2 0 0 7 - 2 5 6 8 8 5 ）及 2008 年 9 月 24 0 
申請的日本申請案（特願200 8-245 03 4）爲基礎，其內容在此

處當作參照而納入。

【圖式簡單說明】

第1圖係本發明的實施形態1 -1及1 -2中光學補償片的

一例之截面示意圖。

第2圖係本發明的實施形態1 -1及1 -2中偏光板的一例

之截面示意圖。

第3圖係實施例及比較例的液晶顯示裝置之截面示意

圖。

第4圖係實施例及比較例的液晶顯示裝置之截面示意

圖。

第5圖係實施例1 -1〜1 - 8及比較例1 -1〜1 - 8的液晶顯 

示裝置之截面示意圖。

第6圖係實施例2-1〜2-3及比較例2-1〜2-3的液晶顯
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示裝置之截面示意圖。

第7圖係實施例3 - 1〜3 - 3及比較例3 -1〜3 - 3的液晶顯

示裝置之截面示意圖。

第8圖係與本發明的實施形態2-1有關的液晶顯示裝

置之示意模型圖。

第9圖係與本發明的實施形態2-2有關的液晶顯示裝

置之示意模型圖。

【主要元件符號說明】

1 液晶胞上側基板

3 液晶胞下側基板

5 液晶層（液晶分子）

8a、8b 偏光膜

9a、9b 偏光膜吸收軸

10a、1 Ob 光學異方向性層

11a、 lib 光學異方向性層遲相軸

10 光學補償片

12 熱塑性樹脂薄膜

14 光學異方向性層

16 偏光膜

18 保護膜

20 偏光板

10 1 上側偏光板外側保護膜

102 上側偏光板偏光膜

103 支持體
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104 上側光學異方向性層

105 液晶胞上側基板

106 液晶層

107 液晶胞下側基板

108 下側光學異方向性層

109 支持體

110 下側偏光板偏光膜

111 下側偏光板外側保護膜
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五、 中文發明摘要：

本發明提供顯示性能與耐濕熱性兩者優異的液晶顯示 

裝置。

本發明的液晶顯示裝置係至少具有：光源；液晶胞，

其具一對基板及被該基板所扶持的液晶層；及薄膜，其包 

含熱塑性樹脂組成物，該熱塑性樹脂組成物含有含內酯環 

的聚合物；其中該薄膜係配置在該液晶胞之靠近該光源側 

。又，本發明的液晶顯示裝置之特徵爲至少具有包含熱塑

性樹脂的薄膜，該熱塑性樹脂組成物含有含內酯環的聚合 

物，該薄膜的面內遲滯値(Re)及厚度方向遲滯値(Rth)各自

爲1 Onm以下，該薄膜上具有光學異方向性層。

六、 英文發明摘要：

The present invention provides a liquid crystal display device excellent in 

both display performance and moisture and heat resistance.

The liquid crystal display device of the present invention comprises at least 

a light source, a liquid crystal cell having a pair of substrates and a liquid crystal 

layer supported by the substrates, and a film having a thermoplastic resin 

composition comprising a lactone ring-containing polymer, wherein the film is 

disposed on the side of the liquid crystal cell close to the light source. 

Moreover, the liquid crystal display device of the present invention is 

characterized in that it comprises at least a film having a thermoplastic resin 

composition comprising a lactone ring-containing polymer, the film has an in­

plane retardation (Re) and a thickness direction retardation (Rth) of 10 nm or 

less respectively, and the film has an optically anisoroptic layer.
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十、申請專利範圍：

1. 一種VA（垂直配向）型液晶顯示裝置，係至少具有：

光源，

液晶胞，其具一對基板及被該基板所扶持的液晶層 ， 

及

薄膜，其包含熱塑性樹脂組成物，該熱塑性樹脂組成 

物含有含內酯環的聚合物；

其中該薄膜係配置在該液晶胞之靠近該光源側 。

2. —種VA（垂直配向）型液晶顯示裝置，其特徵爲至少具有 

包含熱塑性樹脂的薄膜，該熱塑性樹脂組成物含有含內 

酯環的聚合物，該薄膜的面內遲滯値（Re）及厚度方向遲 

滯値（Rth）各自爲10nm以下，該薄膜上具有光學異方向 

性層。

3. 如申請專利範圍第2項之VA（垂直配向）型液晶顯示裝 

置，其中該光學異方向性層係藉由在該薄膜上塗布液狀 

化的聚合物而形成。

4. 如申請專利範圍第2項之VA（垂直配向）型液晶顯示裝 

置，其中該光學異方向性層包含聚醢亞胺。

5. —種VA（垂直配向）型液晶顯示裝置，其具有：

液晶胞，

配置在該液晶胞的外側之2片偏光板，及

配置在該液晶胞與該偏光板之間的任一側之光學異方

向性層，

其中該光學異方向性層含有含內酯環的聚合物，該光學

異方向性層的面內遲滯値Re與厚度方向的遲滯値Rth係
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滿足下述式(A)、(B):
(A)40nm Re(5 5 0) 275nm

(Β ) 0 nm Rth( 5 5 0)^ 2 7 5 nm

［式中，Re(5 5 0)、Rth(5 5 0)表示波長 5 5 0(nm)的面內及厚 

度方向的遲滯値(nm)］。

6. —種VA(垂直配向)型液晶顯示裝置，其具有：

液晶胞，

配置在該液晶胞的外側之2片偏光板，及

配置在該液晶胞與該偏光板之間的兩側之光學異方向

性層，

其中該光學異方向性層含有含內酯環的聚合物，該光學 

異方向性層的面內遲滯値Re與厚度方向的遲滯値Rth係 

滿足下述式(C)、(D):

(C) 30nm Re(5 5 0) 80nm

(D) 75nm Rth(5 5 0)155nm。

7. 如申請專利範圍第5或6項之VA(垂直配向)型液晶顯示 

裝置，其中該含有含內酯環的聚合物之光學異方向性 

層，係含有至少1種遲滯展現劑。

8 .如申請專利範圍第 7項之V A (垂直配向)型液晶顯示裝 

置，其中該遲滯展現劑係下述通式(I)所示的化合物；

式⑴
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（式中，X1係單鍵、-NR4-、-0-或S- ; X2係單鍵 

、-◦-或 8-;又3係單鍵、41<6-、-0-或 S-;而 j

R2及R3各自獨立地係烷基、烯基、芳香族環3 

基，R4、R5及 R6各自獨立地表示氫原子、爆 

基、芳基或雜環基）。

9.如申請專利範圍第7項之VA（垂直配向）型液占 

置，其中前述遲滯展現劑係下述通式（II）所示的<

、-NR5-

，R1、

或雜環

基、烯

顯示裝

合物；

L2
R3

（式中，L1及L2各自獨立地表示單鍵或二價連4 

及A2各自獨立地表示從-0-、-NR-（R表示氫原： 

基）、-S-及-CO-所組成族群所選出的基；R1、R2 

自獨立地表示取代基；X表示第6族、第5族写 

原子；η表示0至2的整數）。

10.如申請專利範圍第 7項之 VA（垂直配向）型液 

置，其中該遲滯展現劑係下述通式（III）所示的化

式（III） Ar 1 - L2 - X - L3 - Ar2

（式中，Ar1及Ar2各自獨立地係芳香族基，L2及 

獨立地係從-O-CO-或CO-O-基中所選出的二價; 

X係1，4-伸環己基、伸乙烯基或伸乙炔基）。

§ 基；A1

F或取代 

及R3各 

ί第4族

I顯示裝

合物，

L3各自 

直結基，
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11. 如申請專利範圍第5或6項之VA（垂直配向）型液晶顯示 

裝置，其中該含有內酯環聚合物的光學異方向性層係在 

至少1方向被拉伸者。

12. 如申請專利範圍第11項之VA（垂直配向）型液晶顯示裝置 

，其中該拉伸時的拉伸倍率爲1 . 3〜5倍。
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Η 、圖式：

第1圖

第2圖 20

10
14

12
16
18
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第3圖 101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

第4圖

101
表面層

上側偏光板外側保護膜

102 上側偏光板偏光膜

103 支持體

104 上側光學異方向性層

106 液晶層

108 下側光學異方向性層

109 支持體

110 下側偏光板偏光膜

111 下側偏光板外側保護膜
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第5圖

101
102
103
104 
106 
108
109
110 
111

實施例1-1 實施例1-2 實施例1-3 實施例1-4

表面FILM 表面FILM 表面FILM 表面FILM
TAC TAC TAC

偏光鏡 偏光鏡 偏光鏡 偏光鏡
TAC TAC — TAC
TAC TAC TAC TAC

液晶層 液晶層 液晶層 液晶層
TAC TAC TAC TAC
TAC TAC TAC

偏光鏡 偏光鏡

實施例1-5 實施例1-6 實施例1-7 實施例1-8

比較例1-1

顯示面

表面FILM
TAC

偏光鏡

TAC
TAC

液晶層

TAC
TAC

偏光鏡

TAC
光源側

比較例1-5

表面FILM
TAC

偏光鏡

TAC
液晶層

. TAC

偏光鏡

TAC

表面FILM 1

偏光鏡

表面FILM
8¾¾¾¾¾¾¾

TAC
TAC TAC

液晶層 液晶層

TAC TAC
at— TAC

比較例1-2 比較例1-3

表面FILM 表面FILM
TAC TAC

偏光鏡

TAC
TAC TAC

液晶層 液晶層

TAC TAC
HHEMH TAC

偏光鏡 偏光鏡

TAC TAC

比較例1-6 比較例1-7

偏光鏡 偏光鏡
—w

TAC
TAC
TAC

液晶層 液晶層

TAC TAC
TAC

偏光鏡 偏光鏡

TAC TAC

I表面FILM
L.____

TAC
液晶層

TAC

比較例1-4

表面FILM

偏光鏡

TAC
TAC

液晶層

TAC
TAC

偏光鏡

TAC

比較例1-8

TAC
液晶層

TAC

偏光鏡

TAC
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第6圖

實施例2-2 實施例2-3 比較例2-1 比較例2-2 比較例J 2-3實施例2-1

第7圖

表面FILM 表面FILM
TAC TAC

偏光鏡 偏光鏡

TAC TAC
塗布層

液晶層 液晶層

塗布層

TAC TAC
偏兇鏡 偏光鏡

TAC TAC

實施例3-1 實施例3-2 實施例3-3 比較例3-1 比較例3-2 比較例3-3

表面FILM 表面FILM
TAC TAC

偏光鏡 偏光鏡

TAC TAC
聚醯亞胺 

層

液晶層 液晶層

聚醯亞肢 

層

TAC TAC
偏光鏡 偏光鏡

TAC TAC
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第8圖

第9圖
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七、 指定代表圖：

（一） 本案指定代表圖為：第ί圖。

（二） 本代表圖之元件符號簡單說明：

10 光學補償片 

12 熱塑性樹脂薄膜 

14 光學異方向性層

八、 本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：

無。
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